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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　片側からの光ビームの照射によって２つの情報層から情報信号を再生可能な光学的情報
記録媒体であって、
　基板の片側の表面にピットあるいはガイド溝を備えた第１の基板と、
　前記第１の基板の該表面に成膜され、前記光ビームに対して所定の透過率と所定の反射
率を有する第１の情報層と、
　基板の片側の表面にピットあるいはガイド溝を備えた第２の基板と、
　前記第２の基板の該表面に成膜され、前記光ビームに対して所定の反射率を有する第２
の情報層と、
　前記第１の情報層と前記第２の情報層との間に介在された分離層とを備えた光学的情報
記録媒体において、
　前記２つの情報層の間隔が一定であると共に、
　前記第２の基板のピット幅が、前記第２の情報層による情報ピットの実質的なピット幅
の減少分を相殺するように、前記第１の基板のピット幅よりも大きく、
　前記第１の基板におけるピットあるいはガイド溝と前記第２の基板におけるピットある
いはガイド溝との中心位置が一致していることを特徴とする光学的情報記録媒体。
【請求項２】
　片側からの光ビームの照射によって２つの情報層からの情報信号を再生可能な光学的情
報記録媒体であって、
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　基板の片側の表面にピットあるいはガイド溝を備えた第１の基板と、
　前記第１の基板の該表面に成膜され、前記光ビームに対して所定の透過率と所定の反射
率を有する第１の情報層と、
　基板の片側の表面にピットあるいはガイド溝を備えた第２の基板と、
　前記第２の基板の該表面に成膜され、前記光ビームに対して所定の反射率を有する第２
の情報層と、
　前記第１の情報層と前記第２の情報層との間に介在された分離層とを備えた光学的情報
記録媒体において、
　前記２つの情報層の間隔が一定であると共に、
　前記第２の基板のガイド溝の幅が、前記第２の情報層によるガイド溝の実質的な溝幅の
減少分を相殺するように、前記第１の基板のガイド溝の幅よりも大きく、
　前記第１の基板におけるピットあるいはガイド溝と前記第２の基板におけるピットある
いはガイド溝との中心位置が一致していることを特徴とする光学的情報記録媒体。
【請求項３】
　片側からの光ビームの照射によって２つの情報層からの情報信号を再生可能な光学的情
報記録媒体であって、
　基板の片側の表面にピットあるいはガイド溝を備えた第１の基板と、
　前記第１の基板の該表面に成膜され、前記光ビームに対して所定の透過率と所定の反射
率を有する第１の情報層と、
　基板の片側の表面にピットあるいはガイド溝を備えた第２の基板と、
　前記第２の基板の該表面に成膜され、前記光ビームに対して所定の反射率を有する第２
の情報層と、
　前記第１の情報層と前記第２の情報層との間に介在された分離層とを備えた光学的情報
記録媒体において、
　前記２つの情報層の間隔が一定であると共に、
　前記第２の基板のピット密度が、前記第１の情報層を再生する場合の光ビームの集光性
能と前記第２の情報層を再生する場合の光ビームの集光性能との差を相殺するように、前
記第１の基板のピット密度よりも小さく、
　前記第１の基板におけるピットあるいはガイド溝と前記第２の基板におけるピットある
いはガイド溝との中心位置が一致していることを特徴とする光学的情報記録媒体。
【請求項４】
　片側からの光ビームの照射によって２つの情報層からの情報信号を再生可能な光学的情
報記録媒体であって、
　基板の片側の表面にピットあるいはガイド溝を備えた第１の基板と、
　前記第１の基板の該表面に成膜され、前記光ビームに対して所定の透過率と所定の反射
率を有する第１の情報層と、
　基板の片側の表面にピットあるいはガイド溝を備えた第２の基板と、
　前記第２の基板の該表面に成膜され、前記光ビームに対して所定の反射率を有する第２
の情報層と、
　前記第１の情報層と前記第２の情報層との間に介在された分離層とを備えた光学的情報
記録媒体において、
　前記２つの情報層の間隔が一定であると共に、
　前記第２の基板のピット深さが、前記第２の情報層による情報ピットの実質的なピット
深さの変化分を相殺するように、前記第１の基板のピット深さと異なり、
　前記第１の基板におけるピットあるいはガイド溝と前記第２の基板におけるピットある
いはガイド溝との中心位置が一致していることを特徴とする光学的情報記録媒体。
【請求項５】
　前記分離層は、前記光ビームに対して透明である請求項１～４のいずれかに記載の光学
的情報記録媒体。
【請求項６】
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　前記第１の情報層は、少なくとも３層の薄膜を積層した多層薄膜からなると共に、入射
した光ビームの一部を透過し、
　前記第２の情報層は、少なくとも４層の薄膜を積層した多層薄膜からなると共に、前記
第１の情報層を透過した光ビームを用いて情報信号の記録再生が可能である請求項１～５
のいずれかに記載の光学的情報記録媒体。
【請求項７】
　前記第１の情報層が、第１の誘電体層、第１の記録層、第２の誘電体層からなる請求項
６に記載の光学的情報記録媒体。
【請求項８】
　前記第２の情報層が、第３の誘電体層、第２の記録層、第４の誘電体層、反射層からな
る請求項７に記載の光学的情報記録媒体。
【請求項９】
　前記第１及び第２の記録層が相変化記録薄膜である請求項８に記載の光学的情報記録媒
体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ビームを用いて情報信号の再生又は記録再生が可能な光学的情報記録媒体
、特に複数の情報層を備えた多層構造の光学的情報記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光学的に情報信号を記録し、又は記録した情報信号を再生することが可能な光学
的情報記録媒体としては、光ディスク、光カード等が知られている。これらの記録媒体に
おいては、光源として一般に半導体レーザが用いられている。そして、レンズを介して微
小に集光した光を記録媒体に照射することにより、大量の情報信号が記録媒体に記録され
、又は記録媒体に記録された情報信号が再生される。
【０００３】
　現在、これらの記録媒体の記録容量をさらに高める検討が行われている。記録密度を高
めるには、光ビームを小さく絞り込むことによって再生の解像度を高めるのが効果的であ
る。そのため、光ビームの波長を短くするか、又は光を集光するレンズの開口数（ＮＡ）
を上げる検討が行われている。さらに、フォーカシング又はトラッキングの精度を高め、
かつ、信号間のクロストークを抑制する再生方法の検討等により、記録の面密度を高める
検討が行われている。
【０００４】
　上記のような方式を採用することにより、単位面積当たりの記録容量はそれなりに向上
するが、情報を記録する情報層が単一層の場合には、記録密度に限界があると言える。
【０００５】
　これに対し、情報を記録する情報層を複数層設ければ、記録容量を倍増させることがで
きると考えられる。多層構造の光ディスクを製造する方法としては、以下のようなものが
提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　以下、この光ディスクの製造工程について説明する。まず、図２１（ａ）に示すように
、射出成形法等によって製作された情報ピットを備えた基板２１１の表面に、第１の情報
層２１２を成膜する。次いで、図２１（ｂ）に示すように、情報ピットを備えた原盤２１
３上に光硬化性樹脂２１４を塗布する。次いで、図２１（ｃ）に示すように、基板２１１
の第１の情報層２１２と原盤２１３の情報ピット面とを対向させ、基板２１１を加圧した
状態で、原盤２１３側から光硬化性樹脂２１４に光を照射する。これにより、光硬化性樹
脂２１４が硬化し、この光硬化性樹脂２１４が第１の情報層２１２に接着する。次いで、
図２１（ｄ）に示すように、原盤２１３を光硬化性樹脂２１４から剥離する。これにより
、表面に情報ピットを備えた光硬化性樹脂２１４からなる樹脂層が形成される。次いで、
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図２１（ｅ）に示すように、樹脂層（光硬化性樹脂２１４）の上に第２の情報層２１５を
成膜する。最後に、図２１（ｆ）に示すように、第２の情報層２１５の上に保護コート層
２０６を成膜する。以上の工程により、２層構造の光ディスクが得られる。
【特許文献１】米国特許第５，１２６，９９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、上記従来の製造方法では、原盤２１３を光硬化性樹脂２１４から剥離する際に
（図２１（ｄ））、第１の情報層２１２と基板２１１又は樹脂層（光硬化性樹脂２１４）
との界面で剥離が生じ易く、製造時の歩留まりが悪いという問題点があった。これは、原
盤２１３と樹脂層（光硬化性樹脂２１４）との間の接着力が、第１の情報層２１２と基板
２１１との間の接着力又は第１の情報層２１２と樹脂層（光硬化性樹脂２１４）との間の
接着力よりも高くなるためと考えられる。
【０００８】
　また、基板２１１を樹脂で形成する場合には、環境温度が変化したり、あるいは湿度が
変化したりした場合等に、完成した光ディスクが変形し、信号再生にエラーが発生すると
いう問題点があった。
【０００９】
　さらに、複数の情報層からの情報信号を再生する装置においては、対象とする情報層以
外の情報層からの反射光などの影響により、サーボ動作が不安定になるという問題点があ
った。
【００１０】
　本発明は、従来技術における前記課題を解決するためになされたものであり、製造が容
易で、環境変化による変形の少ない多層構造の光学的情報記録媒体を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記目的を達成するため、本発明に係る光学的情報記録媒体の第１の構成は、片側から
の光ビームの照射によって２つの情報層から情報信号を再生可能な光学的情報記録媒体で
あって、基板の片側の表面にピットあるいはガイド溝を備えた第１の基板と、前記第１の
基板の該表面に成膜され、前記光ビームに対して所定の透過率と所定の反射率を有する第
１の情報層と、基板の片側の表面にピットあるいはガイド溝を備えた第２の基板と、前記
第２の基板の該表面に成膜され、前記光ビームに対して所定の反射率を有する第２の情報
層と、前記第１の情報層と前記第２の情報層との間に介在された分離層とを備えた光学的
情報記録媒体において、前記２つの情報層の間隔が一定であると共に、前記第２の基板の
ピット幅が、前記第２の情報層による情報ピットの実質的なピット幅の減少分を相殺する
ように、前記第１の基板のピット幅よりも大きく、前記第１の基板におけるピットあるい
はガイド溝と前記第２の基板におけるピットあるいはガイド溝との中心位置が一致してい
ることを特徴とする。
　また、本発明に係る光学的情報記録媒体の第２の構成は、片側からの光ビームの照射に
よって２つの情報層からの情報信号を再生可能な光学的情報記録媒体であって、基板の片
側の表面にピットあるいはガイド溝を備えた第１の基板と、前記第１の基板の該表面に成
膜され、前記光ビームに対して所定の透過率と所定の反射率を有する第１の情報層と、基
板の片側の表面にピットあるいはガイド溝を備えた第２の基板と、前記第２の基板の該表
面に成膜され、前記光ビームに対して所定の反射率を有する第２の情報層と、前記第１の
情報層と前記第２の情報層との間に介在された分離層とを備えた光学的情報記録媒体にお
いて、前記２つの情報層の間隔が一定であると共に、前記第２の基板のガイド溝の幅が、
前記第２の情報層によるガイド溝の実質的な溝幅の減少分を相殺するように、前記第１の
基板のガイド溝の幅よりも大きく、前記第１の基板におけるピットあるいはガイド溝と前
記第２の基板におけるピットあるいはガイド溝との中心位置が一致していることを特徴と
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する。
　また、本発明に係る光学的情報記録媒体の第３の構成は、片側からの光ビームの照射に
よって２つの情報層からの情報信号を再生可能な光学的情報記録媒体であって、基板の片
側の表面にピットあるいはガイド溝を備えた第１の基板と、前記第１の基板の該表面に成
膜され、前記光ビームに対して所定の透過率と所定の反射率を有する第１の情報層と、基
板の片側の表面にピットあるいはガイド溝を備えた第２の基板と、前記第２の基板の該表
面に成膜され、前記光ビームに対して所定の反射率を有する第２の情報層と、前記第１の
情報層と前記第２の情報層との間に介在された分離層とを備えた光学的情報記録媒体にお
いて、前記２つの情報層の間隔が一定であると共に、前記第２の基板のピット密度が、前
記第１の情報層を再生する場合の光ビームの集光性能と前記第２の情報層を再生する場合
の光ビームの集光性能との差を相殺するように、前記第１の基板のピット密度よりも小さ
く、前記第１の基板におけるピットあるいはガイド溝と前記第２の基板におけるピットあ
るいはガイド溝との中心位置が一致していることを特徴とする。
　また、本発明に係る光学的情報記録媒体の第４の構成は、片側からの光ビームの照射に
よって２つの情報層からの情報信号を再生可能な光学的情報記録媒体であって、基板の片
側の表面にピットあるいはガイド溝を備えた第１の基板と、前記第１の基板の該表面に成
膜され、前記光ビームに対して所定の透過率と所定の反射率を有する第１の情報層と、基
板の片側の表面にピットあるいはガイド溝を備えた第２の基板と、前記第２の基板の該表
面に成膜され、前記光ビームに対して所定の反射率を有する第２の情報層と、前記第１の
情報層と前記第２の情報層との間に介在された分離層とを備えた光学的情報記録媒体にお
いて、前記２つの情報層の間隔が一定であると共に、前記第２の基板のピット深さが、前
記第２の情報層による情報ピットの実質的なピット深さの変化分を相殺するように、前記
第１の基板のピット深さと異なり、前記第１の基板におけるピットあるいはガイド溝と前
記第２の基板におけるピットあるいはガイド溝との中心位置が一致していることを特徴と
する。
　また、前記本発明の光学的情報記録媒体の第１～第４の構成においては、前記分離層は
、前記光ビームに対して透明であるのが好ましい。
　また、前記本発明の光学的情報記録媒体の第１～第４の構成においては、前記第１の情
報層は、少なくとも３層の薄膜を積層した多層薄膜からなると共に、入射した光ビームの
一部を透過し、前記第２の情報層は、少なくとも４層の薄膜を積層した多層薄膜からなる
と共に、前記第１の情報層を透過した光ビームを用いて情報信号の記録再生が可能である
のが好ましい。
【００１２】
　また、この場合には、前記第１の情報層が、第１の誘電体層、第１の記録層、第２の誘
電体層からなるのが好ましい。また、この場合には、前記第２の情報層が、第３の誘電体
層、第２の記録層、第４の誘電体層、反射層からなるのが好ましい。この場合にはさらに
、前記第１及び第２の記録層が相変化記録薄膜であるのが好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の光学的情報記録媒体及び光学的情報記録再生装置について、図面を参照
しながら説明する。
【００１４】
　図１は本発明に係る光学的情報記録媒体の一例を示す断面図である。図１に示すように
、厚さｄ１の第１の基板１の片側の表面には、トラッキング用のガイド溝、サンプルピッ
ト又は情報信号に対応した情報ピットが形成されている。さらに、第１の基板１の片側の
表面には、この第１の基板１に入射した光ビーム７の一部を反射し、かつ一部を透過する
厚さｄ２の薄膜からなる第１の情報層２が成膜されている。厚さｄ３の第２の基板３の表
面には、ガイド溝又は情報信号に対応した情報ピットが形成されている。さらに、第２の
基板３の表面には、第１の情報層２の反射率よりも高い反射率を有する厚さｄ４の薄膜か
らなる第２の情報層４が成膜されている。第１の情報層２と第２の情報層４との間には、
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これら第１の情報層２と第２の情報層４を一定の距離ｄ５だけ離して配置するための透明
な分離層５が介在されている。以上により、２層構造の光学的情報記録媒体が構成されて
いる。
【００１５】
　第１の基板１と第２の基板３は、分離層５を中心として、できるだけ上下対称な構造で
あるのが好ましい。すなわち、材料及び厚さ（ｄ１及びｄ３）を実質的に等しくし、両基
板間では、単に表面の情報ピットのパターンと第１及び第２の情報層２、４の構成だけが
異なるようにするのが好ましい。
【００１６】
　光学的情報記録媒体を上記のように構成すれば、分離層５を中心とした上下対称な構造
となるため、製造時に温度変化などによって基板に応力などが発生しても、歪は相殺され
る。また、環境温度や湿度の変化によって両基板に新たな変形要素が加わった場合にも、
変形や反りは抑制される。その結果、環境変化に強い構造が得られる。従って、第１及び
第２の基板１、３を樹脂で形成した場合であっても、完成した記録媒体が変形して、信号
再生にエラーが発生することはない。
【００１７】
　本実施例の光学的情報記録媒体においては、第１の基板１側から２つの情報層（第１及
び第２の情報層２、４）のそれぞれに光ビーム７を照射し、その反射光量の変化を検出す
ることにより、２つの情報層２、４上に記録された情報信号が再生される。この情報信号
の再生を可能とするためには、照射する光ビーム７が、再生する情報層２、４のそれぞれ
に効率良く集光されることが必要である。
【００１８】
　このため、第１の情報層２は、この情報層に形成された情報信号が反射光の変化として
再生できるように、所定の反射率を有すること、さらには、光ビーム７が照射された際に
、第２の情報層４に所定の強度の光ビーム７が到達するように、所定の透過率を有するこ
とが必要とされる。一方、第２の情報層４については、透過率を考慮する必要はないが、
情報信号である反射光量の変化が大きくなるように、第２の情報層４はできるだけ高い反
射率を有することが必要である。すなわち、第２の情報層４の情報信号を再生する時に、
光ビーム７は、第１の情報層２を２回透過する必要がある。そこで、本実施例においては
、第２の情報層４の反射率が第１の情報層２の反射率よりも高く設定されている。
【００１９】
　第１及び第２の基板１、３の材料としては、照射する光ビーム７の波長領域に対して光
吸収が少なく、強度の高い材料が好ましい。このため、第１及び第２の基板１、３の材料
としては、ポリカーボネート樹脂、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）樹脂等の樹脂
材料、又はガラス材料等が用いられる。
【００２０】
　第１及び第２の基板１、３の材料として樹脂材料を用いる場合、第１及び第２の基板１
、３を形成する方法としては、溶融状態の樹脂材料を用いて射出成形により形成する方法
が最も一般的である。また、第１及び第２の基板１、３の材料としてガラス材料を用いる
場合には、平板ガラスの表面にエッチング等の方法によって凹凸情報を形成するか、又は
紫外線硬化性の樹脂を平板ガラスの表面に塗布し、その上から凹凸の表面を持つ金型を押
し付けて、凹凸情報を形成する方法（光重合法）等がある。しかし、第１及び第２の基板
１、３の形成方法は、必ずしもこれらの方法に限定されるものではなく、基板に所定の光
学特性を付与することができる形成方法であればよい。尚、これらの方法は、コンパクト
ディスク等の通常の光ディスクの製造プロセスとして公知の技術であるため、その説明は
省略する。
【００２１】
　第１及び第２の基板１、３の表面に形成される凹凸部のパターンは、情報層の機能が再
生専用型か、あるいは記録再生型かによって異なる。情報層が再生専用型の場合、凹凸部
は基板の表面に情報信号に従って変調されたパターンによって構成された情報ピット列か
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らなる。情報層が記録再生型の場合、凹凸部は光ビームのトラッキング制御を行うための
連続的な凹凸からなるガイド溝、あるいはサンプルサーボ方式と呼ばれるトラッキング方
式に対応したウォブルピットからなる。
【００２２】
　第１の基板１と第２の基板３は、外形の大きさが実質的に等しく、さらに同一の材料を
用いて同様のプロセスによって形成されたものであるのが好ましい。特に、基板材料とし
て樹脂材料を用い、射出成形法によって基板を形成すると、成形時の条件により、基板単
体で長時間放置した場合に基板に反りなどの変形が生じ易くなる。また、周囲の環境温度
や湿度の変化によっても、基板に大きな変形が生じる。また、光重合法によって基板を形
成した場合にも、射出成形の場合ほど顕著ではないが、同様の変形が生じる。本実施例に
おいては、このような樹脂基板の特性を考慮し、第１及び第２の基板１、３として同等の
履歴で形成されたものを用い、両基板を分離層５によって接着している。このように、分
離層５を中心として上下対称な構造とすれば、基板の応力や歪が抑制され、環境変化に強
い光学的情報記録媒体が得られる。
【００２３】
　機械的強度が実質的に等しいとみなせる２つの基板の厚さは、記録媒体が存在する環境
の温度、あるいは基板の材質によって異なる。この２つの基板の厚み差の許容量を求める
ために、次のような構成の光学的情報記録媒体を作製した。すなわち、第１の基板１とし
て厚さ０．６ｍｍのポリカーボネート樹脂を用い、その表面に第１の情報層２として厚さ
１０ｎｍのＡｕを成膜した。また、ポリカーボネート樹脂からなる第２の基板３の厚さを
０．３ｍｍから１．２ｍｍまで変化させ、かつ、その表面に第２の情報層４として厚さ１
００ｎｍのＡｕを成膜した。また、分離層５として厚さ平均４０μｍのアクリル系の紫外
線硬化性の樹脂層を用い、この分離層５によって第１の情報層２と第２の情報層４を接着
した。この光学的情報記録媒体の変形量を測定したところ、以下の結果が得られた。すな
わち、第２の基板３の厚みが０．６ｍｍ±３０％以下であれば、温度３０℃、相対湿度（
ＲＨ）８０％の室温環境下に１０００時間放置しても、記録媒体の反り量は０．４ｍｍ以
下となり、安定なサーボ動作が可能であった。さらに過酷な温度８０℃、相対温度８０％
の環境下に１０００時間放置した場合でも、第２の基板３の厚みが０．６ｍｍ±２０％以
下であれば、記録媒体の反りを抑制することができた。
【００２４】
　情報層は、再生専用型と記録再生型の２種類に大別される。また、本実施例の記録媒体
には情報層が２つ存在する。従って、記録媒体の構成としては、第１の情報層－第２の情
報層の順で記載すると、（Ａ）再生専用－再生専用型、（Ｂ）再生専用－記録再生型、（
Ｃ）再生再生－再生専用型、（Ｄ）記録再生－記録再生型の４種類が存在する。
【００２５】
　再生専用型の情報層は、上記のように情報ピットが形成された基板表面上に成膜され、
光ビームに対して所定の反射率を有する薄膜からなる。この場合、材料としてＡｕ、Ａｌ
、Ｃｕ又はそれらの合金等からなる金属材料、あるいはＳｉＯ2 、ＳｉＯ、ＴｉＯ2 、Ｍ
ｇＯ、ＧｅＯ2 等の酸化物、Ｓｉ3 Ｎ4 、ＢＮ等の窒化物、ＺｎＳ、ＰｂＳ等の硫化物の
誘電体材料及びそれらを混合したもの、あるいは前記酸化物、窒化物、硫化物を多層化し
たものを用いれば、特定波長の光ビームに対して所定の反射率を有する情報層が得られる
。
【００２６】
　第１の情報層２が再生専用型である場合、第１の情報層２は、第１の基板１側から入射
した光ビーム７を反射し、さらに第２の情報層４に所定の強度の光ビーム７が到達するよ
うに所定の透過率を有することが必要である。第１の情報層２と第２の情報層４に同じ材
料を用いる場合には、第１の情報層２の膜厚を第２の情報層４の膜厚よりも薄くすること
等によって対処することができる。情報層の材料として上記した金属材料を用いる場合に
は、厚さ５～４０ｎｍの薄膜状に形成したものを用いる。特に、第１の情報層２の反射率
と透過率の双方を高く保つためには、情報層自身による光吸収ができるだけ小さいことが
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望ましい。この場合、第１の情報層２の材料としては高屈折率・低吸収係数を達成できる
誘電体材料又は有機材料を用いることができる。さらに、誘電体材料と有機材料を積層す
れば、光吸収の小さい情報層が得られる。
【００２７】
　第２の情報層４が再生専用型である場合には、透過率を考慮する必要がなく、できるだ
け反射率を高くするのが好ましい。第２の情報層４の材料として金属材料を用いる場合に
は、厚さ４０～２００ｎｍの薄膜状に形成したものを用いる。
【００２８】
　また、記録再生型の情報層は、ガイド溝又はサンプルピットが形成された基板表面上に
成膜され、照射された光ビームを吸収することによって光学的な性質が変化し、かつ変化
した状態が光ビームによって識別可能な薄膜からなる。この場合の情報層に用いられる記
録層としては、光照射によって薄膜の状態が変化して反射率が変化する相変化材料、薄膜
の磁化方向が変化しカー効果として検出可能な光磁気材料、分光反射率が変化する色素な
どの有機材料、フォトクロミック材料などがある。また、薄膜自身の形状が変化するもの
を記録層として用いることもできる。
【００２９】
　アモルファス・結晶間で相変化する相変化材料としては、ＳｂＴｅ系、ＩｎＴｅ系、Ｇ
ｅＴｅＳｎ系、ＧｅＳｂＴｅ系、ＳｂＳｅ系、ＴｅＳｅＳｂ系、ＳｎＴｅＳｅ系、ＩｎＳ
ｅ系、ＴｅＧｅＳｎＯ系、ＴｅＧｅＳｎＡｕ系、ＴｅＧｅＳｎＳｂ系等のカルコゲン化合
物、Ｔｅ－ＴｅＯ2 系、Ｔｅ－ＴｅＯ2 －Ａｕ系、Ｔｅ－ＴｅＯ2 －Ｐｄ系等の酸化物系
材料を用いることができる。
【００３０】
　また、結晶・結晶間で相変化する相変化材料としては、ＡｇＺｎ系、ＩｎＳｂ系等の金
属化合物を用いることができる。
【００３１】
　光磁気材料としては、ＭｎＢｉ系、ＴｂＦｅ系、ＴｂＦｅＣｏ系の材料を用いることが
できる。
【００３２】
　有機色素材料としては、例えばトリフェニルメタン系等のロイコ染料を用いることがで
き、フォトクロミック材料としては、スピロピラン系、フルギド系、アゾ系等を用いるこ
とができる。
【００３３】
　尚、記録可能な情報層は、機能的には１回だけ記録が可能な追記形と、記録した情報を
再度書き換えることができる書き換え形とに分類することができる。追記形の場合には、
情報層として相変化材料又は有機色素材料を、基板上に１層だけ成膜すればよい。また、
他の方法として、光吸収用の薄膜層と金属層の２層構造とし、光照射によって合金を形成
する方法もある。
【００３４】
　また、情報層を記録層だけで構成することも可能であるが、情報層を構成する材料が可
逆的な変化を示し、かつ記録した信号の光学的変化を高めるためには、少なくとも２層の
複数層で構成するのが好ましい。２層構造としては、光ビーム７の入射側から誘電体層／
記録層とする構成、記録層／反射層とする構成、又は反射層／記録層とする構成などがあ
る。また、３層構造としては、基板側から誘電体層／記録層／誘電体層とする構成、又は
誘電体層／記録層／反射層とする構成などがある。また、４層構造としては、光ビーム７
の入射側から誘電体層／記録層／誘電体層／反射層とする構成などがある。また、５層構
造としては、基板側から第１の反射層／誘電体層／記録層／誘電体層／第２の反射層とす
る構成などがある。このように、記録層と誘電体層を接して設けることにより、繰り返し
て記録する際の薄膜の劣化を防止することができると共に、記録情報の光学的な変化を大
きく設定することができる。
【００３５】



(9) JP 4197520 B2 2008.12.17

10

20

30

40

50

　誘電体層としては、ＳｉＯ2 、ＳｉＯ、ＴｉＯ2 、ＭｇＯ、ＧｅＯ2 等の酸化物、Ｓｉ

3 Ｎ4 、ＢＮ等の窒化物、ＺｎＳ、ＰｂＳ等の硫化物、又はそれらの混合物材料を用いる
ことができる。
【００３６】
　反射層としては、再生専用型の情報層の場合に例示したすべての材料を用いることがで
きる。
【００３７】
　分離層５としては、第２の情報層４上で十分な光量を確保するという観点から、光ビー
ム７の波長領域、とりわけ第１の情報層２を透過した光に対して吸収の小さい材料である
のが望ましい。従って、分離層５としては、透明な接着剤、あるいは基板と同様のガラス
材料、樹脂材料などを用いることができる。特に、第１及び第２の基板１、３が樹脂材料
からなる場合には、接着後の機械的な信頼性を確保するために同系統の樹脂材料が好まし
く、さらには接着に要する時間を短縮できる等の点で紫外線硬化性の樹脂材料を用いるの
が望ましい。
【００３８】
　また、分離層５の厚さｄ５は、一方の情報層を再生しているときに、他方の情報層から
のクロストークによる影響が小さくなるように、少なくとも対物レンズ６の開口数（ＮＡ
）と光ビーム７の波長（λ）とによって決定される焦点深度以上の厚さであることが必要
とされる。ここで、無収差の場合の中心強度（１００％）を基準として、集光点の強度が
８０％以上であれば、焦点深度Δｚは、一般に次の式（１）で近似することができる。
【００３９】
　　　Δｚ＝λ／｛２（ＮＡ）2 ｝　　　　　　　　　　　　　　（１）
　例えば、λ＝７８０ｎｍ、ＮＡ＝０．５５の場合には、Δｚ＝１．３μｍとなる。従っ
て、±１．３μｍ以内は焦点深度内となり、この光学系を用いた場合には、分離層５の厚
さｄ５を、２．６μｍを超える値に設定するのが好ましい。
【００４０】
　光ビーム７が第２の情報層４に焦点を結んだ際に第１の情報層２を透過する光ビームの
中に含まれる記録マークの影響が、第２の情報層４を再生する際のクロストークとなる。
このため、安定な信号再生の観点からは、分離層５の厚さｄ５は、少なくとも焦点深度以
上であるのが好ましく、さらには焦点深度の５倍であるのが好ましい。通常の再生専用の
光ディスクにおいて、光記録媒体上に形成される情報ピットのピッチは、焦点深度以下で
ある。分離層の厚さを焦点深度の５倍にすれば、光ビーム７が照射される第１の情報層２
上の情報ピットの数は２５個以上となり、一般的なクロストークの許容値である－２６ｄ
Ｂを十分に下回る。
【００４１】
　また、第１及び第２の情報層２、４に形成する情報の記録密度を高く維持するためには
、対物レンズ６の集光可能な範囲に第１及び第２の情報層２、４を設ける必要がある。す
なわち、第１の基板の厚さｄ１に分離層５の厚さｄ５を加えたｄ１＋ｄ５の値が光学系（
対物レンズ６）の許容する基材厚公差内にある必要がある。
【００４２】
　従って、分離層５の厚さｄ５は、光ビーム７を集光する光学系の焦点深度よりも大きく
、かつ前記光学系の許容する基材厚公差よりも小さい値に設定するのが好ましい。この条
件を満足するならば、光ビーム７の収差が小さいという条件の下で、対象とする情報層以
外の情報層からのクロストークの影響が小さい情報を再生することが可能となる。尚、分
離層５の厚さｄ５としては、光学的な収差だけではなく、記録媒体として大量に生産する
場合の歩留まりを考慮して、最適な値を選択する必要がある。上記した材料を用いて第１
及び第２の基板１、３、第１及び第２の情報層２、４、分離層５を形成すれば、第１の基
板１側から光ビーム７を照射することによって第１及び第２の情報層２、４から情報信号
を再生することが可能な記録媒体が得られる。
【００４３】
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　次に、２つの情報層からの信号再生を安定にかつ容易に行うことができる記録媒体の構
成について説明する。２つの情報層の情報信号を安定にかつ容易に再生するためには、双
方の情報層から得られる信号レベルが同等であることが、再生装置の構成を簡略化できる
点からも望ましい。ここでは、光ビーム７の入射側から見た場合に、２つの情報層の平面
部から得られる反射光量が同等となる構成について説明する。但し、近似を容易なものと
するために、第１及び第２の情報層２、４がともに再生専用型である場合を例に挙げて説
明する。尚、第１の情報層２の情報ピットによる透過光の回折の影響は無視できるものと
する。
【００４４】
　第１の情報層２の反射率をＲ１、吸収率をＡ１とし、第２の情報層４の反射率をＲ２と
する。この場合、２つの情報層からの信号振幅が同じであるときに、２つの情報層の平面
部からの反射光量が等しいと仮定する。このことは、入射した光ビーム７が第２の情報層
４で反射され、かつ第１の情報層２を透過した光量Ｔと、第１の情報層２の反射率Ｒ１と
が等しいことと同等である。この場合、下記の式によって表される関係が成立する。
【００４５】
　　　　　Ｒ１≒Ｔ　　　　　　　　　　　　                    （２）
　　　　　Ｒ１≒（１－Ａ１－Ｒ１）2 ×Ｒ２　　　　　　　　　　（３）
　　　　　Ｒ１≒１－Ａ１＋（２・Ｒ２）-1

　　　　　　　　－｛［１－Ａ１＋（２・Ｒ２）-1］2

　　　　　　　　－（１－Ａ１）2 ｝0.5                        （４）
　ここで、Ｒ１が最大となるのは、Ｒ２＝１、Ａ１＝０の場合であり、Ｒ１＝０．３８２
となる。実用的なレベルとして、Ｒ２＝０．９、Ａ１＝０．１とした場合には、Ｒ１＝０
．３１１となる。
【００４６】
　これは、第１の情報層２での透過光の回折を無視し、かつ第１及び第２の情報層２、４
の反射光の回折の割合を同じとした場合には、反射率Ｒ２が９０％となる第２の情報層４
と、反射率Ｒ１が３１％でかつ吸収率Ａ１が１０％となる第１の情報層２を形成すること
により、第１及び第２の情報層２、４の情報ピットから情報信号を再生した場合に信号振
幅が同じになることを意味する。
【００４７】
　上記式（２）に基づいて、２つの情報層の実用的な構成について説明する。ここで、２
つの情報層からの再生振幅が同等とみなせる範囲を±２０％とする。このことは、上記式
（２）の右辺と左辺との差が±２０％以下であることを意味する。
【００４８】
　よって、上記式（３）にこの関係を代入すると、第１の情報層２からの再生振幅が第２
の情報層４からの再生振幅よりも２０％小さい場合には下記の式（５）の関係が成立し、
第１の情報層２からの再生振幅が第２の情報層４からの再生振幅よりも２０％大きい場合
には下記の式（６）の関係が成立する。
【００４９】
　　　　Ｒ１＝１．２×（１－Ａ１－Ｒ１）2 ×Ｒ２　　　　　（５）
　　　　Ｒ１＝０．８×（１－Ａ１－Ｒ１）2 ×Ｒ２　　　　　（６）
　ここで、情報層を上記した金属材料、あるいは誘電体材料で形成した場合の実用的な各
層の特性を考慮すると、第２の情報層４の反射率Ｒ２は７０～９０％の範囲にあるのが望
ましく、第１の情報層２の吸収率Ａ１は２０％以下の範囲にあるのが望ましい。これらの
関係を上記の式（５）、（６）に代入して計算すると、第１の情報層２の反射率Ｒ１の範
囲は２１～４２％となる。さらに、双方の情報層２、４からの再生振幅を大きく保つため
には、第１の情報層２の吸収率Ａ１が小さいことが望ましい。この吸収率Ａ１の値を１０
％以下とすれば、第１の情報層２の反射率Ｒ１の範囲は２５～４０％となる。
【００５０】
　以上のように、第１及び第２の情報層２、４がともに再生専用型である場合、第１及び
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第２の情報層２、４からの信号振幅が同等で、かつ再生振幅を大きく保つためには、第１
の情報層２の反射率Ｒ１は２５～４０％の範囲にあるのが好ましい。
【００５１】
　第２の情報層４が記録再生型の場合には、情報層の反射率が再生専用型の場合に比べ小
さくなる。例えば、第２の情報層４の反射率が３０％の場合には、反射率が１９．５％で
かつ吸収率が０％となる第１の情報層２を用いることにより、双方の情報層に光を照射し
た場合に対物レンズ６側に反射する光量が同じになる。尚、記録再生装置の構成について
は、後で詳述するが、一般に、記録媒体間の個々の差、又は記録媒体の表面の汚れ等を考
慮して、再生信号振幅又は反射光量には一定の許容範囲が設けられている。従って、再生
回路の精度又は装置としての安定性を考慮すると、双方の再生信号の振幅差は５倍以内で
あるのが望ましい。
【００５２】
　本発明は、上記のように予め凹凸が形成された基板を接着することによって２つの情報
層を備えた記録媒体を得ることを特徴としている。このため、第１の基板１の表面に形成
される情報ピットのパターンは、第１の基板１の基材を通して再生できる信号形態である
ことが必要であり、第２の基板３の表面に形成される情報ピットのパターンは、情報ピッ
トの表面から光を照射して再生できる信号形態であることが必要である。このため、第１
及び第２の基板１、３の情報ピットパターンは、光ビーム７の入射側から見て同一方向に
進行するように形成される。情報層が再生専用型の場合、情報ピットパターンの方向は、
情報信号に対応した情報ピットの記録方向である。情報層が記録再生型の場合、以上の構
成はガイド溝を管理するアドレス情報に適用される。
【００５３】
　次に、第１及び第２の情報層２、４が上記構成（Ａ）の再生専用－再生専用型の場合の
記録媒体の構成について詳細に説明する。
【００５４】
　基板の製造コストを安くするという観点からは、第１及び第２の基板１、３をできるだ
け同一のプロセスで作製するのが望ましい。基板表面に情報ピットを形成するための工程
としては、原盤を作る工程であるマスタリング工程と、金型内に設けられた原盤に樹脂材
料を注入して情報ピットを備えた基板を形成する射出成形工程とがある。マスタリング工
程は、ＣＤやＣＤ－ＲＯＭ等において一般的に用いられている方法であるため、その詳細
な説明は省略する。簡単に述べると、ガラス平板にフォトレジストを塗布し、その上から
情報信号に従って変調されたＡｒレーザ光を照射した後、フォトレジストを除去し、その
上にメッキすることによって原盤を作る工程である。
【００５５】
　マスタリング工程を同じにすれば、基板に形成される情報ピットの形状、すなわち情報
ピットが平面に対して凹か凸のいずれで形成されるかの関係が同一となる。図２（ａ）に
、同一のプロセスで形成した基板を接着して作製した光学的情報記録媒体の一例を示す。
図２（ａ）に示すように、第１の基板１の情報ピット１１は光ビーム７の入射側から見て
凸の形状となり、第２の基板３の情報ピット１２は光ビーム７の入射側から見て凹の形状
となる。フォトレジストの性質が異なる場合には、第１の基板１の情報ピットは光ビーム
７の入射側から見て凹の形状となり、第２の基板３の情報ピットは光ビーム７の入射側か
ら見て凸の形状となる。いずれの場合にも、光ビーム７の入射側から見て、２つの情報層
２、４間で情報ピットの凹凸の向きは逆となる。
【００５６】
　以上の構成とすることにより、マスタリング工程だけでなく、基板の材質、成形プロセ
スも同じにすることができる。このため、生産する際に同じ機能の製造装置を２種類用意
するか、あるいは１つの製造装置を併用することができるので、基板の生産設備を安価に
することができる。
【００５７】
　上記の構成を有する記録媒体においては、光ビーム７の入射側から見て、２つの情報層
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２、４間でピットの凹凸の向きが逆であるため、プッシュ・プル法などのトラッキング方
法を用いて情報を記録再生する場合には、情報層２、４間でトラッキングの極性を切り換
える必要がある。これを避けるためには、第２の情報層４の凹凸ピットの方向を逆転させ
、光ビーム７の入射側から見て凸の形状にすればよい。マスタリング工程でフォトレジス
トの現像特性が逆転したものを用いるか、あるいは従来の方法で得た原盤を再度転写する
ことによって得られる第２の原盤を用いて第２の基板４を作製すれば、２つの情報層２、
４間で凹凸の方向が逆のピットが得られる。
【００５８】
　次に、第１及び第２の基板１、３の情報ピットの大きさについて説明する。第２の基板
３に形成されるピットの大きさは、第１の基板１の光ビーム７の入射側の面から第１及び
第２の情報層２、４の面までの距離が、光ビーム７を集光する光学系の許容する基材厚公
差ΔＷｄ内にあるか否かによって２つに大別される。尚、この基材厚公差ΔＷｄは、光ビ
ーム７の球面収差によって決定され、一般に、対物レンズ６（図１参照）の開口数（ＮＡ
）の４乗に反比例する。例えば、波長λ＝７８０ｎｍ、開口数ＮＡ＝０．５の光学系では
、基材厚公差ΔＷｄは５０μｍ程度の値となる。但し、この基材厚公差ΔＷｄは、ピット
の密度、すなわちピット間隔に依存し、ピット間隔が大きい場合には、球面収差が生じた
としても信号再生が可能となり、許容幅が大きくなる。
【００５９】
　第１の基板１の光ビーム７の入射側の面から第１及び第２の情報層２、４の面までの距
離がともに、集光光学系とピット密度で決定される基材厚公差ΔＷｄ内にある場合の構成
を図２（ａ）に示す。この場合の主な課題は、第１の情報層２上の情報ピット１１と第２
の情報層４上の凹凸ピット１２とで、照射した光ビーム７を反射する領域に差が生じると
いうことである。なぜなら、第１の情報層２では第１の基板１と接した領域が主たる反射
面となり、第２の情報層４では分離層５との界面が主たる反射面となるからである。
【００６０】
　第１の基板１上の情報ピット１１のピット幅をＷ１１とし、第２の基板３上の情報ピッ
ト１２のピット幅をＷ１２とした場合、主たる反射面の幅は、第１の情報層２ではピット
幅Ｗ１１であるのに対し、第２の情報層４では分離層５との界面におけるピット幅Ｗ１３
となる。製法にも依存するが、一般的に用いられているスパッタリング法等によって基板
上に情報層を成膜する場合、薄膜は基板の表面に垂直な方向だけに形成されるのではなく
、情報ピットの斜面に対しても回り込んで形成される。従って、第２の基板３上の情報ピ
ット１２のピット幅Ｗ１２に対して、分離層５との界面でのピット幅Ｗ１３は小さな値と
なる。このため、情報ピットによる反射光の回折を同等とするには、第２の基板３上の情
報ピット１２のピット幅Ｗ１２を、第１の基板１上の情報ピット１１のピット幅Ｗ１１よ
りも大きな値に設定する必要がある。
【００６１】
　第２の基板３上の情報ピット１２のピット幅Ｗ１２は、実際に第２の情報層４を成膜し
、その結果に基づいて補正される。本発明者等は、Ａｕを用いて第２の情報層４を成膜す
る実験を行った。第２の基板３のピット幅Ｗ１２＝０．５０μｍ、深さ９０ｎｍの情報ピ
ット上に、反射率が９０％以上となる厚さ１５０ｎｍのＡｕ層（第２の情報層４）を成膜
し、分離層５との界面に相当する第２の情報層４の形状を測定したところ、ピット幅はＷ
１３＝０．３μｍ、深さは９０ｎｍであった。ここに示した条件で第２の情報層４を成膜
する場合、第２の基板３の表面に形成する情報ピットの形状は、第２の情報層４によるピ
ット形状の変化を考慮して、ピット幅Ｗ１２＝０．７０μｍとする。この場合、第１の基
板１には、ピット幅Ｗ１１＝０．５０μｍ、深さ９０ｎｍの情報ピットを形成する。この
ように、第２の基板３上の情報ピット１２は、第２の情報層４の膜厚による情報ピットの
実質的なピット幅の減少分を考慮して、第１の基板１の情報ピットよりも大きく形成され
る。尚、この場合、第１及び第２の基板１、３の表面に形成される情報ピットのトラック
ピッチＴｐ１、及びピット密度は同じ値である。
【００６２】
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　第２の基板３を形成するためのマスタリング工程においては、情報ピットの大きさを第
１の基板１の場合よりも大きくするために、フォトレジストを露光する光源のパワーがわ
ずかに高めに設定される。第１及び第２の基板１、３を形成する他の工程は同じである。
【００６３】
　尚、ここでは、第１及び第２の基板１、３間でピット幅を異ならせる場合を例に挙げて
説明したが、情報層を成膜する際の条件によっては、基板のピットの斜面の傾斜角と成膜
した情報層の斜面の傾斜角とが異なる場合も考えられる。このような場合には、第１及び
第２の基板１、３間でピットの深さを変化させるか、又はピット幅とピット深さの双方を
変化させる。以上のように構成すれば、第１及び第２の情報層２、４間で生じる入射した
光ビーム７に対する反射光の回折を近づけることが可能となり、安定した信号再生が可能
となる。
【００６４】
　図２（ｂ）に、２つの情報層のいずれかの層が集光光学系の基材厚公差外となる場合の
構成を示す。この場合の主な課題は、基材厚公差ΔＷｄ外にある情報層に光ビーム７を集
光した場合に、球面収差によって光スポットを十分に集光することができないという点で
ある。２つの情報層のいずれかの層が集光光学系の基材厚公差ΔＷｄ外となる現象は、情
報層上の情報の密度を高めるために光ビーム７の波長を短くし、対物レンズの開口数（Ｎ
Ａ）を高めた場合に基材厚公差ΔＷｄが小さくなることに起因して発生する。また、この
現象は、分離層５を形成する際に薄い分離層が得にくいか、あるいは分離層５の膜厚精度
が低い場合に発生する。
【００６５】
　この場合には、基材厚公差ΔＷｄ外となる情報層を備えた基板の表面のピット密度を、
基材厚公差ΔＷｄ内にある情報層を備えた基板のピット密度よりも小さくすればよい。図
２（ｂ）は、第１の情報層２が基材厚公差ΔＷｄ内にあり、第２の情報層４が基材厚公差
ΔＷｄ外にある場合の構成例を示す。第１の基板１上の情報ピットは、所定のピット幅Ｗ
１１を有し、トラックピッチはＴｐ１、ピット密度はＰｄ１である。第２の基板３上の情
報ピット１４は、所定のピット幅Ｗ１４を有し、トラックピッチはＴｐ３、ピット密度は
Ｐｄ３である。ここで、第２の情報層４における光ビーム７の球面収差による絞りの悪化
分を考慮して、第２の基板３の情報ピット１４のピット幅Ｗ１４、トラックピッチＴｐ３
を第１の基板１の値よりも大きく設定する。
【００６６】
　以上のように構成すれば、第２の情報層４が光ビーム７の集光光学系の基材厚公差ΔＷ
ｄ外にあったとしても、ピット部で第１の情報層２と同様の反射光量変化が得られ、安定
した信号再生が可能となる。
【００６７】
　次に、基板表面の情報ピット、あるいはガイド溝のトラック方向の形成パターンについ
て説明する。第１及び第２の基板１、３上に形成する情報ピットは同心円状でもよいが、
マスタリング時のトラックピッチ等の精度を同心円の場合よりも高くできるという点で、
従来の光ディスクの場合と同様にスパイラル状であるのが望ましい。このスパイラル状の
凹凸ピット列の構成には、用途に応じて２種類ある。
【００６８】
　第１の構成は、第１及び第２の基板１、３上の凹凸ピット列が、光の入射側から見て同
一方向に進行する場合である。この場合には、いずれの情報層の情報ピットにトラッキン
グしたとしても、光ビームは内周から外周への１方向、あるいは外周から内周への１方向
に移動する。例えば、光ビームが内周から外周へ移動する構成とした場合には、再生方式
として、いずれかの情報層の内周部において管理情報を検出し、情報層間を含めて目的と
する情報領域にアクセスする方式を採用することができる。従って、この構成は、高速ア
クセスを要求される記録媒体に適した構成と言える。
【００６９】
　以上の構成を可能とする第２の基板３を得る方法としては、上記したように、原盤を再
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度転写した第２の原盤を用いて情報ピットの方向を反転させる方法がある。すなわち、フ
ォトレジストを用いて作製した原盤の表面を第２の原盤に転写することにより、凹凸が逆
方向で、かつスパイラル方向が逆のピット列が得られる。この第２の基板３と第１の基板
１とを分離層５を介して接着すれば、光の入射側から見てスパイラル方向が同一の記録媒
体が得られる。
【００７０】
　第２の原盤を作製するプロセスを省略する場合には、マスタリング工程時の記録方向を
変更することにより、光の入射側から見てスパイラル方向が同一の第１及び第２の情報層
２、４を得ることができる。すなわち、フォトレジストの露光時に、ガラス平板の回転方
向を、第１の基板１の原盤作製時とは逆方向とすることにより、光の入射側から見てスパ
イラル方向が同一の第１及び第２の情報層２、４が得られる。但し、この場合、光の入射
側から見た情報ピットは第１及び第２の情報層２、４間で逆となる。
【００７１】
　第２の構成は、第１及び第２の基板１、３上の凹凸ピット列が、光の入射側から見て逆
方向に進行する場合である。この場合には、いずれの情報層の情報ピットにトラッキング
したかに応じて、光ビームの移動方向（内周から外周あるいは外周から内周）が逆になる
。
【００７２】
　この構成は、長時間の連続した情報を取り扱う場合に有効である。例えば、光ビームが
第１の情報層２の情報ピットを内周から外周へ移動し、第２の情報層４の情報ピットを外
周から内周へ移動する構成とした場合を例に挙げて説明する。この場合、光ビームは、第
１の情報層２の外周部における最終情報を再生した後、第２の情報層４の外周部に移動す
る（すなわち、光ピックアップが、同一位置のまま第２の情報層４の情報の開始点にアク
セスする）。そして、光ビームは、引き続いて第２の情報層４の外周部から情報の再生を
開始する。この情報再生方法は、光ビームが層間を移動する際に光ピックアップの移動を
伴わないため、その間の時間的ロスが少ないという点で有効な方法である。さらに、記録
ピットがＣＬＶモード（定線速度モード）である場合には、光ピックアップの位置が変わ
らないため、回転数の変更も小さくできるという点で有効な方法である。
【００７３】
　以上の構成を可能とする第２の基板３のマスタリング方法としては、第１の基板１の原
盤作製時の露光工程とは信号の記録開始点を反対にする方法がある。第１の基板１の情報
の記録開始が内周側からである場合には、外周側から露光を行った原盤を用いる。但し、
このようにして得られた第１及び第２の基板１、３を用いて作製した記録媒体においては
、光の入射側から見て第１及び第２の基板１、３の情報ピットの方向が逆となるので、情
報層間でトラッキングの極性を切り替える必要がある。
【００７４】
　第２の基板３の他のマスタリング方法としては、ガラス平板の回転方向を、第１の基板
１の原盤作製時とは逆とした状態で、上記と同様に外周側から露光を行う方法がある。こ
のようにして得られた第１及び第２の基板１、３を用いて作製した記録媒体においては、
光の入射側から見て第１及び第２の基板１、３の上方ピッの方向が同一となるので、情報
層間でトラッキングの極性を切り替える必要はない。
【００７５】
　次に、再生専用型の情報層と記録再生型の情報層とを備えた上記構成（Ｂ）の再生専用
－記録再生型、上記構成（Ｃ）の記録再生－再生専用型について説明する。
【００７６】
　上記構成（Ｂ）と上記構成（Ｃ）を比較した場合、上記構成（Ｂ）のように第１の情報
層を再生専用型とし、第２の情報層を記録再生型とする方が、第１の情報層での光吸収を
小さく設定できるという点で有利である。上記構成（Ｃ）のように第１の情報層が記録再
生型である場合には、情報層に記録するための光吸収が必要である。また、この場合には
、第１の情報層２に信号を記録した際に、記録マーク自身による透過光の回折が発生する
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。このため、第２の情報層４に到達する光量が低下する。
【００７７】
　図３は、上記構成（Ｂ）の再生専用－記録再生型の光学的情報記録媒体の構成の一例を
示す断面図である。図３に示すように、厚さｄ３１の第１の基板３１の片側の表面には、
情報信号に従って情報ピット３８が形成されている。さらに、第１の基板３１の片側の表
面には、所定の透過率と所定の反射率を有する厚さｄ３２の薄膜からなる第１の情報層３
２が成膜されている。また、厚さｄ３３の第２の基板３３の片側の表面には、トラッキン
グ用のガイド溝３９又はサンプルピットが形成されている。さらに、第２の基板３３の片
側の表面には、光ビーム７の照射によって光学的な性質が変化する厚さｄ３４の薄膜から
なる第２の情報層３４が成膜されている。また、第１の情報層３２と第２の情報層３４と
の間には、これら第１の情報層３２と第２の情報層３４を一定の距離ｄ３５だけ離して配
置するための透明な分離層３５が介在されている。
【００７８】
　第１の情報層３２は、第２の情報層３４に所定の強度の光が到達するように、光ビーム
７に対して所定の透過率を有している。第２の情報層３４は、光ビーム７の強度を高めた
光照射によって照射部が昇温する。これにより、第２の情報層３４の光学的な性質が変化
し、第２の情報層３４に情報が記録される。このため、第２の情報層３４は、光ビーム７
に対して吸収率が高く、かつ光学的な変化が大きい、すなわち記録状態の信号再生の効率
が高いことの双方を満足する構成となっている。
【００７９】
　第１の情報層３２は再生専用型であるため、第１の基板３１の表面には、情報信号に従
って変調されたパターンからなる情報ピット３８が形成されている。一方、第２の情報層
３４は記録再生型であるため、第２の基板３３の表面には、情報を記録する際に光ビーム
の位置決めを行うトラッキング制御用の凹凸からなるガイド溝、又はサンプルサーボ方式
のトラッキングに対応してトラック方向に左右にずれた一対の凹凸からなるサンプルピッ
ト（図示せず）が形成されている。また、上記基板がディスク形態である場合、これら情
報ピット、ガイド溝又はサンプルピットは、螺旋状に形成され、かつ螺旋の方向が光ビー
ム７の入射側から見て同一であるのが望ましい。
【００８０】
　次に、上記構成（Ｄ）の記録再生－記録再生型の情報層を備えた記録媒体について、図
４を用いて説明する。図４に示すように、厚さｄ４１の第１の基板４１の片側の表面には
、トラッキング用のガイド溝４８又はサンプルピットが形成されている。さらに、第１の
基板４１の片側の表面には、所定の透過率と所定の反射率を有し、かつ光ビーム７の照射
によって光学的な性質が変化する厚さｄ４２の薄膜からなる第１の情報層４２が成膜され
ている。また、厚さｄ４３の第２の基板４３の片側の表面には、トラッキング用のガイド
溝４９又はサンプルピットが形成されている。さらに、第２の基板４３の片側の表面には
、光ビーム７の照射によって光学的な性質が変化する厚さｄ４４の薄膜からなる第２の情
報層４４が成膜されている。また、第１の情報層４２と第２の情報層４４との間には、こ
れら第１の情報層４２と第２の情報層４４を一定の距離ｄ４５だけ離して配置するための
透明な分離層４５が介在されている。
【００８１】
　この場合にも、基板表面上の構造として、再生専用型の情報層の情報ピットに対して用
いた構成を適用するのが有効である。特に、ガイド溝又はサンプルピットと共に基板の表
面に形成される記録媒体を管理するためのアドレスピットには、上記した再生専用型の情
報ピットに対して用いたすべての方法を適用することができる。
【００８２】
　記録再生に用いる情報層には、上記構成（Ｂ）の再生専用－記録再生型の場合に用いた
情報層を適用することができる。但し、第１の情報層４２には、光ビーム７を一定量だけ
吸収し、昇温することによってその状態が変化し、変化した状態が反射光の変化として検
出できること、及び第２の情報層４４が記録再生可能なように一定量の光を透過すること
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が必要とされる。さらに、第１の情報層４２には、情報を記録した後においても、同様に
一定量の光を透過する特性を維持することが必要とされる。このように、第１の情報層４
２には、単に信号の品質が高いだけでなく、情報の記録前後の透過率を考慮した薄膜設計
が必要とされる。
【００８３】
　第１の情報層４２を構成する薄膜は、相変化材料のように、薄膜の光学定数が変化し、
変化した状態が反射率の変化として検出される。この第１の情報層４２に情報が記録され
た状態で、第２の情報層４４に光ビームを集光する場合には、第１の情報層４２上を透過
した光の一部が回折され、残りのビームが第２の情報層４４に集光される。このため、光
ビーム７の強度は、再生専用型の場合よりも高く設定する必要がある。
【００８４】
　一方、信号再生の観点からは、分離層４５の厚さｄ４５を焦点深度以上、少なくとも焦
点深度の５倍とすれば、第１の情報層４２を透過する際の光ビームの中に含まれる記録マ
ークの数はその２乗の２５以上となり、クロストークなどの影響が小さくなる。
【００８５】
　尚、第１の情報層４２を、薄膜の磁化方向が変化する光磁気記録方式とした場合には、
透過光が回折することはない。このため、上記のような記録前後における透過光の変化を
考慮する必要はないので、有利である。しかし、記録のために第１の情報層４２は一定の
光吸収を行う必要がある。従って、照射する光の光量は再生専用型の場合よりも高く設定
する方が望ましい。
【００８６】
　光記録媒体の特徴として、再生専用型の媒体と記録再生型の媒体を共存させることがで
きるという点がある。また、同一媒体面上において、例えば内周領域に再生専用の領域を
設け、外周領域に記録再生領域を設ける、いわゆるパーシャルＲＯＭディスクを作製する
ことも可能である。
【００８７】
　次に、ここまで述べてきた表面に凹凸を備えた２枚の基板を接着する記録媒体を更に拡
張した、４つの情報層を備えた記録媒体について、図５を用いて説明する。
【００８８】
　図５に示すように、第１の基板５８の片側の表面には、情報信号に対応した情報ピット
、光ビームのトラッキング制御を行うためのガイド溝、あるいはサンプルピットが形成さ
れている。さらに、第１の基板５８の片側の表面には、この第１の基板５８に入射した光
ビーム７の１部を透過し、かつ所定の反射率を有する第１の情報層５９が成膜されている
。第２の基板６０の片側の表面には、情報信号に対応した情報ピット、光ビームのトラッ
キング制御を行うためのガイド溝、あるいはサンプルピットが形成されている。さらに、
第２の基板６０の片側の表面には、第１の情報層５９の反射率よりも高い反射率を有する
第２の情報層６１が成膜されている。第１の情報層５９と第２の情報層６１とは対向して
配置されており、これら第１の情報層５９と第２の情報層６１との間には、少なくとも１
層の第１の分離層６２が介在されている。第１の基板５８と同等の厚さを有する第３の基
板６３の片側の表面には、情報信号に対応した情報ピット、光ビームのトラッキング制御
を行うためのガイド溝、あるいはサンプルピットが形成されている。さらに、第３の基板
６３の片側の表面には、この第３の基板６３に入射した光ビームの１部を透過し、かつ所
定の反射率を有する第３の情報層６４が成膜されている。第２の基板６０と実質的に同等
の厚さを有する第４の基板６５の片側の表面には、情報信号に対応した情報ピット、光ビ
ームのトラッキング制御を行うためのガイド溝、あるいはサンプルピットが形成されてい
る。さらに、第４の基板６５の片側の表面には、第３の情報層６４の反射率よりも高い反
射率を有する第４の情報層６６が成膜されている。第３の情報層６４と第４の情報層６６
とは対向して配置されており、これら第３の情報層６４と第４の情報層６６との間には、
第１の分離層６２と同等の厚さを有する少なくとも１層の透明な第２の分離層６７が介在
されている。また、第２の基板６０と第４の基板６５とは対向して配置されており、これ
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ら第２の基板６０と第４の基板６５との間には接着層６８が介在されている。
【００８９】
　上記構成の記録媒体は、接着層６８を中心として上下対称な構造であることから、環境
温度の変化などに対しても安定な構造であると言える。
【００９０】
　以下、複数の情報層を備えた記録媒体の製造方法及び製造装置について説明する。
【００９１】
　２つの情報層のそれぞれを再生する場合に、２つの情報層の間隔が小さすぎると、他方
の情報層の反射光あるいは透過光によって生じるクロストークによる再生信号の振幅変動
、又はサーボ信号歪等の影響を受ける。逆に、２つの情報層の間隔が大きい場合には、い
ずれかの情報層で集光スポットに収差が発生する。これらの影響を小さくするためには、
２つの情報層の間隔を一定の値に保つ必要があるが、このためには厚み精度の高い分離層
を得ることが必要である。また、２つの情報層のそれぞれの表面に形成された情報ピット
、サンプルピットあるいはガイド溝の円弧の中心位置がそれぞれ一致するように、両基板
を接着することが必要である。但し、これは、記録媒体が円盤状で、回転状態で記録が行
われる形態のものに限られる。２つの情報層を備えた媒体の場合には、１つの情報層を備
えた媒体の場合に偏心許容量に、さらに各情報層間の中心位置ずれによる第２の偏心が加
わった形でトラッキング制御を行う必要がある。本発明は、この第２の偏心をできる限り
制御し、記録媒体としてのトラッキングサーボを補償しようとするものである。
【００９２】
　このような観点に立って、ここでは２つの基板の製造方法について説明する。但し、第
１の基板はすべて従来と同じ方法で形成することを基本とする。すなわち、第１の基板は
、マスタリング工程において原盤を作製し、金型内で射出成形を行うことによって得られ
る。第２の基板については、第１の基板と同じ工程を用いる場合と、情報ピットの凹凸を
反転させるために原盤を再度複製した第２の原盤を用いる場合とがある。射出成形につい
ては、第１の基板の場合と同様の工程を用いることができる。尚、本実施例で用いる射出
成形器においては、原盤上に形成されたスパイラル状又は同心円状の情報ピット及びガイ
ド溝の中心と、第１及び第２の基板の中心孔を形成するセンター孔形成器の中心位置とが
予め高い精度で一致している。この射出成形器を用いれば、中心孔と情報ピット又はガイ
ド溝の中心の位置ずれの小さい第１及び第２の基板が得られる。
【００９３】
　次に、第１及び第２の基板間を所定の厚さの分離層を用いて接着する接着装置について
説明する。図６は接着装置の概略断面図である。図６に示すように、本接着装置は、第２
の基板３を支持するための上部支持部６１と、第１の基板１を支持し、かつ分離層を硬化
させるための光源８１を内臓した下部支持部６２と、上部支持部６１を昇降させるための
昇降部６３と、分離層を形成する樹脂材料８０を第１の基板１に塗布するための樹脂塗布
ノズル６４と、系全体を支持するためのベース６５とにより構成されている。
【００９４】
　上部支持部６１は、第２の基板３の平面で接して第２の基板３を固定する基板支持部６
６ａと、基板支持部６６ａと昇降部６３を連結する上部ベース部６６ｂと、基板支持部６
６ａの中央部に下方に突出して設けられ、下部支持部６２の位置関係を補正するために先
端にテーパ状の凹部が形成された上部シャフト８４と、テーパ部によって第２の基板３の
位置を調整する第１の内径案内部６８とにより構成されている。尚、上部シャフト８４の
周囲には、第１の内径案内部６８を一定の力で下方に押圧するスプリング６９が設けられ
ている。また、基板支持部６６ａの第２の基板３と接する領域には、第２の基板３を真空
吸着によって固定するための吸着穴７１が形成されており、基板支持部６６ａの内部に形
成された排気穴７０を通じて外部のポンプに排気する構造となっている。
【００９５】
　一方、下部支持部６２は、第１の基板１を支持する基板支持部７２と、ベース７５に基
板支持部７２を固定し、かつ光源８１を収容する光源ボックス７３と、光源ボックス７３
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の中央部に上方に突出して設けられ、上部シャフト８４の凹部と対向するように先端にテ
ーパ状の凸部が形成された下部シャフト７４と、テーパ部によって第１の基板１の位置を
調整する第２の内径案内部７５とにより構成されている。尚、下部シャフト７４の周囲に
は、第２の内径案内部７５を一定の力で上方に押圧するスプリング４６が設けられている
。
【００９６】
　光源８１は、分離層を形成する樹脂材料８０を硬化させるためのものであり、光源ボッ
クス７３の底面部でかつ基板支持部７２の直下に配置されている。このため、基板支持部
７２は、光源８１からの光を透過する材料、例えばガラス、あるいは樹脂材料などで形成
されている。さらに、基板支持部７２の第１の基板１と接する領域には、第１の基板１を
真空吸着によって固定するための吸着穴７８が形成されており、光源ボックス７３の内部
に形成された排気穴７７を通じて外部のポンプに排気する構造となっている。光源ボック
ス７３の第１の基板１よりも外側の位置で、かつ基板支持部６６ａと対向する位置には、
分離層の厚さｄ５を得るためのスペーサ７９が設けられている。
【００９７】
　樹脂塗布ノズル６４は、外部の樹脂保存漕から押し出された樹脂材料８０を先端から押
し出し、第１の基板１上に塗布する。ここで、樹脂塗布ノズル６４の先端は、第１の基板
１の中心軸を中心として、第１の基板１の半径の約２／３を半径とする円周上を移動する
ようにされている。尚、樹脂塗布ノズル６４は、樹脂材料８０を第１の基板１上に塗布す
る時以外は下部支持部６２上の領域から待避する。
【００９８】
　図７に、本接着装置において所定の厚さの分離層を得るための構成を示す。図７は、図
６に示した接着装置において、上部支持部６１が下降し、第１の基板１と第２の基板３と
が分離層５を介して接着された状態を示す一部断面図である。分離層５の厚さｄ５を得る
ために、第１及び第２の基板１、３の外周の近傍に厚さｄ７９のスペーサ７９が設けられ
ている。スペーサ７９の厚さｄ７９は次の式が成立する値とする。
【００９９】
　　　　ｄ７９＝ｄ１＋ｄ３＋ｄ５　　　　　　　　　　　　　　（７）
　ここで、ｄ１は第１の基板１の厚さ、ｄ３は第２の基板３の厚さである。
【０１００】
　一方、第１及び第２の基板１、３の内周部においても厚さｄ５の分離層５を得るために
、上部シャフト６７と下部シャフト７４の長さｄ６７、ｄ７４を、基板支持部６６ａの厚
さをｄ６５、光源ボックス７３の厚さをｄ７３とした場合に、次の式が成立する値とする
。
【０１０１】
　　　ｄ６７＋ｄ７４＝ｄ６５＋ｄ７３＋ｄ１＋ｄ３＋ｄ５　　　　（８）
　これら各部の値の精度を高めれば、内周から外周部にわたって厚さムラの小さい分離層
５が得られる。
【０１０２】
　図６、図８を用いて、本接着装置において第１及び第２の情報層間で偏心の少ない接着
を行うための構成を説明する。上部支持部６１と下部支持部６２とは、上部シャフト８４
の凹部のテーパ部８２と下部シャフト７４の凹部のテーパ部８３によりその中心位置が調
整される。昇降部６３によって上部支持部６１が下降した場合、初めに上部シャフト８４
の凹部のテーパ部８２と下部シャフト７４の凹部のテーパ部８３とによって上部支持部６
１と下部支持部６２の中心位置が補正され、最下点で両シャフト６７、７４の水平面が接
した状態で、上部支持部６１と下部支持部６２の中心位置のずれは両シャフト６７、７４
の加工精度で決まる数μｍ以下となる。
【０１０３】
　第１及び第２の基板１、３と上部シャフト８４、下部シャフト７４との位置関係を一定
に保つために、両シャフトの８４、７４の円柱部に接し、かつシャフト８４、７４と同じ
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中心軸を有する第１及び第２の内径案内部６８、７５が設けられている。第１及び第２の
内径案内部６８、７５は、先端の直径Ｄ６８、Ｄ７５がそれぞれ基板３、１の中心孔の直
径Ｄ３、Ｄ１よりも小さく、他端の直径Ｄ６９、Ｄ７６が基板３、１の中心孔の直径Ｄ３
、Ｄ１よりも大きいテーパ状に形成されている。また、第１及び第２の内径案内部６８、
７５は、それぞれ上部シャフト８４、下部シャフト７４の上下方向に移動可能であり、両
シャフト８４、７４の周囲に設けられたスプリング６９、７６によって第２の基板３を押
し下げ、第１の基板１を押し上げる方向に力を加える。上記したように、第１及び第２の
基板１、３の直径Ｄ１、Ｄ３の中心孔は、射出成形器により高い位置精度で形成される。
この基板３、１の中心孔は、第１及び第２の内径案内部６８、７５のテーパ部によって受
けられる。基板３、１は、基板支持部６６ａ、７２に形成された吸着穴７１、７８を通じ
て吸着され、第１及び第２の内径案内部６８、７５のテーパ部が基板３、１の中心孔に接
した状態で、基板３、１が基板支持部６６ａ、７２の表面に固定される。これにより、第
２の基板３の情報層の中心軸と上部支持部６１の中心軸は、機械精度に近い値で一致する
。同様に、第１の基板１の情報層の中心軸と下部支持部６２の中心軸も、機械精度に近い
値で一致する。この状態で上部支持部６１を下降させれば、上部シャフト８４のテーパ部
８２と下部シャフト７４のテーパ部８３とにより、第１の基板１の情報層の中心軸と第２
の基板３の情報層の中心軸を一致させることができる。
【０１０４】
　以上の構成を有する接着装置を用いれば、２つの情報層のそれぞれの表面に形成された
情報ピット、サンプルピットあるいはガイド溝の円弧の偏心ずれの小さい記録媒体を得る
ことが可能となる。
【０１０５】
　次に、２つの情報層を備えた光記録媒体の製造方法について、図６の接着装置と図９の
工程図を用いて説明する。
【０１０６】
　まず、図９（ａ）に示すように、片側の表面に情報信号に対応した情報ピット、光ビー
ムのトラッキング制御を行うためのガイド溝、あるいはサンプルピットのいずれかが形成
された第１の基板１上に、光ビームの１部を透過し、かつ所定の反射率を有する第１の情
報層２のスパッタリング又は蒸着法によって成膜する。また、図９（ｂ）に示すように、
片側の表面に情報信号に対応した情報ピット、光ビームのトラッキング制御を行うための
ガイド溝、あるいはサンプルピットのいずれかが形成され、かつ第１の基板１と実質的に
同じ厚さを有する第２の基板３上に、第１の情報層２の反射率よりも高い反射率を有する
第２の情報層４をスパッタリング又は蒸着法によって成膜する。次いで、接着装置の基板
支持部７２に第１の基板１を固定し、図９（ｃ）に示すように、樹脂塗布ノズル６４を用
いて第１の情報層２上に光硬化性の樹脂材料８０を塗布する。次いで、接着装置の基板支
持部６６ａに第２の基板３を装着し、昇降部６３によって上部支持部６１をスペーサ７９
に接するまで下降させ、第２の基板３と第１の基板１を分離層５の厚さｄ５の間隔で接着
する（図９（ｄ））。次いで、図９（ｅ）に示すように、光源８１からの光７３を第１の
基板１側から照射し、樹脂材料８０を硬化させて分離層５を形成する。以上の工程により
、２つの情報層２、４を備えた記録媒体が得られる。
【０１０７】
　以上のような方法を採用すれば、原盤を剥離する工程が不要で、単に予め形成された情
報ピット面を有する基板を接着することにより、２層構造の記録媒体を得ることができる
。その結果、製造時の歩留まりが向上する。
【０１０８】
　尚、ここでは、樹脂材料８０を第１の情報層２上に塗布する場合を例に挙げて説明した
が、第２の情報層４上に樹脂材料８０を塗布してもよい。
【０１０９】
　次に、４つの情報層を備えた光記録媒体の製造方法について、図６の接着装置と図１０
の工程図を用いて説明する。
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【０１１０】
　まず、図１０（ａ）に示すように、片側の表面に情報信号に対応した情報ピット、光ビ
ームのトラッキング制御を行うためのガイド溝、あるいはサンプルピットのいずれかが形
成された第１の基板５９上に、光ビームの１部を透過し、かつ所定の反射率を有する第１
の情報層５９をスパッタリング又は蒸着法によって成膜する。また、図１０（ｂ）に示す
ように、片側の表面に情報信号に対応した情報ピット、光ビームのトラッキング制御を行
うためのガイド溝、あるいはサンプルピットのいずれかが形成された第２の基板６０上に
、第１の情報層５９の反射率よりも高い反射率を有する第２の情報層６１を成膜する。
【０１１１】
　次いで、接着装置の基板支持部７２に第１の基板５８を固定し、図１０（ｃ）に示すよ
うに、樹脂塗布ノズル６４を用いて第１の情報層５９上に光硬化性の樹脂材料８０を塗布
する。次いで、接着装置の基板支持部６６ａに第２の基板６０を装着し、昇降部６３によ
って上部支持部６１をスペーサ７９に接するまで下降させ、第２の基板６０と第１の基板
５８を分離層６２の厚さｄ６２の間隔で接着する。次いで、光源８１からの光１０２を第
１の基板５８側から照射し、樹脂材料８０を硬化させて第１の分離層６２を形成する（以
上、図１０（ｄ））。以上の工程により、第１の片側２層媒体１０１が得られる。
【０１１２】
　この方法において、図９の工程と異なる点は、図９では厚さが同等の第１及び第２の基
板１、３を接着していたのに対し、本構成では、第１の基板５８と接着する第２の基板６
０の厚さが限定されない点である。この場合には、接着装置におけるスペーサ７９の厚さ
及び上部シャフト８４、下部シャフト７４の長さを変更する必要がある。
【０１１３】
　図１０（ａ）～（ｄ）と同様の工程（図１０（ｅ）～（ｈ））により、第３の基板６３
と第４の基板６５を接着した第２の片側２層媒体１０３が得られる。図１０（ｅ）～（ｈ
）中、６４は第３の情報層、６６は第４の情報層、６７は第２の分離層、１０４は光源８
１からの光である。この場合、第１の基板５８の厚さと第３の基板６３の厚さは実質的に
等しいのが好ましく、また、第２の基板６０の厚さと第４の基板６５の厚さは実質的に等
しいのが好ましい。尚、第２及び第４の基板６０、６５の形成方法としては、必ずしも第
１及び第３の基板５８、６３と同じ形成方法を用いる必要はなく、記録媒体として全体の
基材厚さを薄く保つために、薄型化が容易な例えば光重合法を用いて形成してもよい。
【０１１４】
　次いで、図６に示す接着装置と同様の構造の接着装置を用いて、上記第１の片側２層媒
体１０１と上記第２の片側２層媒体１０３を接着する。まず、図１０（ｉ）に示すように
、第１の片側２層媒体１０１の第２の基板６０上に光硬化性の樹脂材料１０５を塗布する
。次いで、図１０（ｊ）に示すように、第２の基板６０と第４の基板６５とを接着し、続
いて光源８１からの光１０６を第１の基板５８側から照射することによって樹脂材料１０
５を硬化させ、接着層６８を形成する。以上の工程により、４層構造の記録媒体が得られ
る。但し、図１０（ｊ）に示した接着工程では、図６の接着装置のスペーサ７９及び上部
シャフト８４、下部シャフト７４の長さを、記録媒体の全体の厚さ、第１及び第２の分離
層６２、６７の厚さ、第１～第４の情報層５９、６１、６４、６６の厚さに応じて変更す
ることが必要である。また、図１０（ｊ）の露光時においては、光源８１からの光１０６
が第１及び第２の情報層５９、６１を透過した後に、樹脂材料１０５に到達することとな
るので、例えば図９（ｅ）、図１０（ｄ）又は図１０（ｈ）に示した露光工程の場合より
も、光量を大幅に高めた光１０６を照射することが必要である。
【０１１５】
　尚、第１及び第２の片面２層媒体１０１、１０３を接着する際に用いる樹脂材料１０５
としては、光ビームに対して吸収を示すものでもよく、また、必ずしも光硬化性の樹脂を
用いる必要はない。例えば、熱硬化性樹脂、ホットメルト接着剤あるいはその他の接着剤
を用いることもできる。従って、図１０（ｊ）の工程においては、光照射は必須ではない
。
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【０１１６】
　以上のような方法を採用すれば、原盤を剥離する工程が不要で、単に予め形成された情
報ピット面を有する基板を、順次接着することにより、４層構造の記録媒体を得ることが
できる。その結果、製造時の歩留まりが向上する。この４層構造の記録媒体は、２層構造
の記録媒体を得るために必要な接着工程を、３回繰り返すことによって得られる。すなわ
ち、４層構造の記録媒体は、基本的に同一の製造装置を用いることによって実現すること
ができ、２層構造の記録媒体の場合とほぼ同様の方法によって実現することができる。
【０１１７】
　次に、上記の方法で作製した本発明の光学的情報記録媒体の記録再生を行う記録再生装
置について、図１１を用いて説明する。図１１に示すように、本記録再生装置は、基本的
に、複数の情報層を備えた光学的情報記録媒体である光ディスク１１１と、光ディスク１
１１を回転させるスピンドルモータ１１２と、レーザ光等の光源１２１から発生した光ビ
ームを集光する光ピックアップ部１１３と、スピンドルモータ１１２及び光ピックアップ
部１１３を制御する５つの回路系とにより構成されている。第１の回路系は、光ピックア
ップ部１１３の光源１２１を駆動する光変調系１１４である。第２の回路系は、光ピック
アップ部１１３から出射した光を光ディスク１１１上に集光させ、かつ情報ピットあるい
はガイド溝上に光ビームを追従させるトラッキング等の光ビームの動作を制御する制御系
１１５である。第３の回路系は、光ディスク１１１上に形成された情報信号を読み取るた
めの信号再生系１１６である。前記３つの各回路系の少なくとも１つは、それぞれの情報
層に対して最適な条件を設定することができるように、２種類以上の条件設定機能を備え
ている。第４の回路系は、光ビームがいずれの情報層を追従するかに応じて、前記３つの
回路系の条件を切り換える層選択系１１７である。第５の回路系は、前記４つの回路系の
動作のタイミングを制御するシステム制御系１１８である。
【０１１８】
　本発明は、複数の情報層に情報を記録するか、あるいは記録された情報を再生するに当
たり、層選択系１１７を用いて、上記の回路系の条件を最適に選択することにより、複数
の情報層にエラーの少ない情報を記録したり、複数の情報層からエラーの少ない情報を再
生したりすることを可能にする。
【０１１９】
　光ディスク１１１から情報信号を再生する際には、システム制御系１１８が回転制御部
１１９を制御し、スピンドルモータ１１２を駆動して、光ディスク１１１を一定の速度で
回転させる。また、システム制御系１１８から再生状態であることを示す制御信号がレー
ザ駆動部１２０に入力され、光ピックアップ部１１３から出射する光の強度がシステム制
御系１１８の指示する再生パワー値となるように、光源１２１に流れる電流が制御される
。光源１２１から放射された光ビームは、光ピックアップ部１１３の光学系と最終の対物
レンズ１２２とを経て集光ビームとなり、光ディスク１１１に照射される。
【０１２０】
　光ディスク１１１で反射された光ビームは、再び対物レンズ１２２、光ピックアップ部
１１３内の光学系を経て、複数に分割された受光面を有する光検出器１２３に入射する。
光検出器１２３は、入射した光を光電変換し、各受光面の光量の変化に対応した電圧の信
号を信号再生系１１６に出力する。光検出器１２３からの出力信号は、プリアンプ１２４
によって増幅され、その中の低周波数成分によって光ビーム位置の制御が行われる。
【０１２１】
　フォーカス制御部１２６は、光検出器１２３の各受光面からの出力信号の一部を用いて
フォーカス誤差信号を得、その信号によってボイスコイル１２５を駆動する。これにより
、対物レンズ１２２が光ディスク１１１の面に対して垂直方向に僅かに移動するように制
御され、光ディスク１１１上の情報層上に光ビームが集光する。システム制御系１１８は
、制御信号Ｓ０３に従ってフォーカシングする情報層を指定する層選択信号を層選択系１
１７に出力し、層選択系１１７は光変調系１１４、制御系１１５、信号再生系１１６の動
作を情報層に応じて切り換える。これにより、光ディスク１１１上のいずれかの情報層の
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信号を再生することが可能となる。
【０１２２】
　層識別部１３２は、２値化部１３０の出力信号から層識別信号を復調し、いずれの情報
層がフォーカス状態にあるかを識別する。フォーカス状態にある情報層が対象とする情報
層でない場合には、フォーカスジャンプ回路１３３がフォーカス位置を情報層間で順次移
動させる。フォーカスジャンプ回路１３３は、ボイスコイル１２５を光ディスク１１１に
対して垂直方向に瞬時に移動させるためのパルス電圧を、フォーカス制御部１２６の出力
信号に重畳する。これにより、対象とする情報層に光ビームを集光することが可能となる
。
【０１２３】
　トラッキング制御部１２７は、情報ピットあるいはガイド溝を光ビームが追従するよう
に、光検出器１２３の他の出力信号の組合せからトラッキング制御信号を得、その信号に
よってボイスコイル１２５を光ディスク１１１の半径方向に僅かに移動させる。再生専用
型の情報層を再生する場合には、層選択系１１７の指示により、極性反転器１２８が情報
層間でトラッキング極性の切り換えを行い、光ビームが再生専用型の情報層の情報ピット
を再生するように、位相差法又は３ビーム法などを用いてトラッキングを行う。一方、記
録再生型の情報層を再生する場合には、層選択系１１７の指示により、極性反転器１２８
が情報層間でトラッキング極性又はトラッキング方法の切り換えを行い、光ビームが記録
再生型の情報層の情報ピットを再生するように、情報層がガイド溝を備えている場合には
プッシュ・プル法を用いて、また情報層がウォブルピットで構成されている場合にはサン
プルサーボ法を用いてトラッキングを行う。情報層の種類に応じてトラッキング方法を切
り換えることにより、両方の情報層の記録密度を高めることができる。
【０１２４】
　トラッキングジャンプ回路１２９は、ボイスコイル１２５を光ディスク１１１の半径方
向に瞬時に移動させるためのパルス電圧を、トラッキング制御部１２７の出力信号に重畳
する。これにより、対象とするトラック上に光ビームを移動させることが可能となる。
【０１２５】
　トラッキング制御部１２７からの出力により、極性反転器１２８は、情報層の情報ピッ
トの形成方向、あるいはガイド溝のランドとグルーブのいずれの面に光ビームを追従させ
るかに応じて、その極性を反転させる。
【０１２６】
　尚、記録媒体が、例えば図２（ａ）に示すように、同じマスタリング工程によって得ら
れた第１及び第２の基板１、３を用いて作製されている場合には、光ビーム７の入射側か
ら見て第１の情報層２と第２の情報層４との間でピットの凹凸の方向が逆となる。このよ
うな構造の２層媒体に対しては、フォーカスジャンプ回路１３３によってフォーカス位置
を情報層２、４間で移動させると同時に、極性反転器１２８によって情報層２、４間でト
ラッキング極性の切り換えを行うことにより、瞬時に対象とする情報層の情報ピット上に
光ビームを移動させることができる。従って、この方式によれば、情報再生時における情
報層間でのアクセス時間が短縮される。
【０１２７】
　信号再生系１１６の２値化部１３０は、プリアンプ１２４からの信号の高周波成分を用
いてその信号レベルを基準レベルと比較することにより、２値化信号に変換する。次に、
デコーダ１３１は、２値化信号を所定の信号フォーマットに従って復調する。これにより
、光ディスク１１１上に形成されている記録マークからの情報信号が復調され、システム
制御系１１８の指示に従って復調情報Ｓ０２が外部装置に送り出される。
【０１２８】
　また、必要に応じて、光ディスク１１１上の特定の領域に形成された情報層の再生条件
あるいは記録条件に関する情報が、層認識部１３２によって復調される。層認識部１３２
は、情報層を識別するだけでなく、情報層自身の形態などの情報を復調する機能をも併せ
持つ。これらの情報は、記録媒体を作製する製造工程の中で記録しておくのが望ましい。
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内容としては、情報層が再生専用型であるか、記録再生型であるかを識別するための識別
情報、あるいは情報層間で生じる特性差を補正するための情報であり、各情報層での光照
射の最適条件、フォーカス制御又はトラッキング制御の最適条件、再生信号を復調する際
の最適条件等の情報がある。
【０１２９】
　複数の情報層に情報を記録する場合には、まず、システム制御系１１８が、所定のタイ
ミングで記録される情報からなる記録情報Ｓ０１を、光変調系１１４に取り込む。光変調
系１１４は、まず、エンコーダ１３４によって記録信号を所定のフォーマットの記録信号
に変換し、さらに、パルスの分割あるいは強度変化を設定する波形設定器１３５の条件に
従って、レーザ駆動部１２０により光源１２１の光強度を変調する。この強度変調された
光は、光ディスク１１１上の記録層に吸収される。これにより、光ディスク１１１上の記
録層に再生マークが形成され、情報の記録が行われる。
【０１３０】
　尚、波形設定部１３５は、各情報層の記録に最適な記録パターンを備えており、層選択
系１１７の出力に同期して、その出力を変化させる。また、レーザ駆動部１２０は、各情
報層のそれぞれに対応した変調波形に基づいて、光源１２１からの光を強度変調する。
【０１３１】
　以上のような構成を採用すれば、複数の情報層から最適な条件で情報信号を再生するこ
とが可能となり、また、複数の情報層に最適な条件で情報信号を記録し、記録した情報を
再生することが可能となる。
【０１３２】
　以下、記録再生装置のそれぞれの具体的な動作について詳細に説明する。
【０１３３】
　図１２に、光ピックアップ部の構成を示す。ここでは、フォーカス方式としてナイフエ
ッジ法を用い、トラッキング方式としてプッシュ・プル法を用いた場合を例に挙げて説明
する。
【０１３４】
　図１２に示すように、光源１２１からの光は、コリメートレンズ１４０を経て平行ビー
ムとなり、ビームスプリッター１４１で反射された後、λ／４板１４２、対物レンズ１２
２を経て光ディスク１１１に照射される。光ディスク１１１からの反射光は、対物レンズ
１２２、λ／４板１４２、ビームスプリッター１４１を透過し、レンズ１４３を経てミラ
ー１４４で一部が反射され、トラッキング用の複数の受光面を有する光検出器１４５に入
射する。光検出器１４５の各受光面からの出力はプリアンプ１２４によって増幅され、差
動信号からトラッキングエラー信号が得られる。
【０１３５】
　一方、ミラー１４４で反射されなかった光は、フォーカシング用の複数の受光面を有す
る光検出器１４６に入射する。光検出器１４６の各受光面からの出力はプリアンプ１２４
によって増幅され、差動信号からフォーカスエラー信号が得られる。尚、図１２中、１１
３は光ピックアップ、１２０はレーザ駆動部である。
【０１３６】
　図１３に、光検出器からの出力によってフォーカス制御を行うフォーカス制御部の一部
を示す。通常のナイフエッジ法においては、２分割された受光面を有する光検出器が用い
られるが、本実施例においては、図１３に示すように、少なくとも４分割された受光面を
有する光検出器１４６が用いられる。これは、２分割された受光面を有する光検出器を用
いると、対象とする情報層からのサーボ信号を得る際に、他方の情報層からの反射光の一
部が光検出器に入射し、サーボ信号に歪を与えるからである。単に光検出器の受光面積を
小さくすれば、サーボ信号の歪を小さくすることが可能となるが、この場合には、フォー
カスを引き込む際の引き込み範囲が著しく制限されるという課題がある。
【０１３７】
　このため、本実施例では、光検出器１４６の受光面を少なくとも４分割し、フォーカス
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の検出領域を、フォーカスの引き込み段階とサーボ時で切り換える方法を用いる。図１３
に示すように、光検出器１４６は、受光面が１４６ａ、１４６ｂ、１４６ｃ、１４６ｄの
４つに分割されている。光検出器１４６の各受光面１４６ａ、１４６ｂ、１４６ｃ、１４
６ｄからの出力は、プリアンプ１２４の各増幅器１４７ａ、１４７ｂ、１４７ｃ、１４７
ｄによって増幅され、差動増幅器１４８、１４９によって２種類のフォーカスエラー信号
１４８ｓ、１４９ｓが得られる。次いで、切り替え器１５０がフォーカスエラー信号１４
８ｓ、１４９ｓのいずれかを選択し、選択されたフォーカスエラー信号１４８ｓ（又は１
４９ｓ）はフォーカス駆動回路１５１、フォーカスジャンプ回路１３３（図１１）を経て
、光ピックアップ部１１３（図１１）を駆動する。
【０１３８】
　ここで、フォーカス用の光検出器を２分割した場合と４分割した場合のフォーカスエラ
ー信号について、図１４を用いて説明する。横軸はフォーカス方向の位置であり、２つの
情報層の位置をＬ１、Ｌ２で示す。図１４（ａ）は２分割でかつ受光面が大きい場合、図
１４（ｂ）は２分割でかつ受光面が小さい場合、図１４（ｃ）は４分割でかつ外側の受光
面１４６ａ、１４６ｄを用いた場合、図１４（ｄ）は４分割でかつ内側の受光面１４６ｂ
、１４６ｃを用いた場合を示す。図１４（ａ）の２分割でかつ受光面が大きい光検出器１
５１を用いた場合には、一方の情報層からのフォーカスビームＦ１の近傍に焦点がある場
合に、他方の情報層からの反射光Ｆ２が受光面の一部に入射する。このため、フォーカス
エラー信号が歪み、焦点位置誤差ｄＦが発生する。また、図１４（ｂ）の２分割でかつ受
光面が小さい光検出器１５２を用いた場合には、他方の光ビームの漏れ込みはなく、各情
報層の位置Ｌ１、Ｌ２に対応した位置に２つのフォーカスエラー信号のＳ字型曲線が現れ
、サーボ動作が可能となる。しかし、フォーカシングの際に、図１４（ａ）の受光面が大
きい場合の引き込み範囲Ｍ１に比べて、狭い引き込み範囲Ｍ２となる。このため、記録媒
体に反りや面ぶれ等が存在する場合に、動作が不安定となる。
【０１３９】
　これらの点を解決するために、本実施例においては、４分割した受光面を有する光検出
器１４６を用いる。尚、受光面は、一方の情報層からの反射ビームＦ１が受光面１４６ａ
と受光面１４６ｂの分割線のほぼ中央に位置し、他方の情報層からの反射ビームＦ２が受
光面１４６ｃと受光面１４６ｄの分割線のほぼ中央に位置する形状にする。ここで、受光
面における反射ビームＦ１、Ｆ２の中心位置間の距離をＬｆ、受光面上での反射ビームＦ
１、Ｆ２のスポットサイズをＬｄとした場合に、外側の受光面１４６ａ、１４６ｄの幅１
４６ｗを、Ｌｆよりも大きく、Ｌｆ＋Ｌｄよりも小さく設定する。図１４（ｃ）は４分割
でかつ外側の受光面１４６ａ、１４６ｂ（誤り：正しくはｄ）を用いた場合のフォーカス
エラー信号であり、２つ情報層からの反射光Ｆ１、Ｆ２に対して受光面が離れているため
に、情報層が１層の場合と同様のＳ字曲線が現われる。この信号に基づいて、サーボ動作
を行うと、フォーカス位置は、一方の情報層の位置Ｌ１と他方の情報層の位置Ｌ２の中間
となる。また、この場合、フォーカス信号の動作範囲として、大きな範囲Ｍ３が得られる
。図１４（ｄ）は、４分割でかつ内側の受光面１４６ｂ、１４６ｃを用いた場合のフォー
カスエラー信号であり、図１４（ｂ）の２分割でかつ受光面が小さい場合と同様のフォー
カスエラー信号を示す。
【０１４０】
　本実施例の４分割された光検出器１４６は、図１４（ｃ）の場合のフォーカスエラー信
号と図１４（ｄ）の場合のフォーカスエラー信号を切り換えることにより、広いフォーカ
ス引き込み範囲と２つの情報層への安定なフォーカシングを実現することができる。
【０１４１】
　まず、フォーカス引き込み時において、切り替え器１５０は光検出器１４６の外側の受
光面１４６ａ、１４６ｄからの出力の差動信号１４９ｓを選択し、フォーカス駆動回路１
５１がフォーカス動作を開始する。この段階で、フォーカス点は、２つの情報層の中間に
位置している。
【０１４２】
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　次いで、フォーカス駆動回路１５１によってフォーカスの引き込み動作の完了が確認さ
れたならば、フォーカス駆動回路１５１から切り替え器１５０にフォーカス動作完了信号
１５１ｓが送られる。切り替え器１５０は、このフォーカス動作完了信号１５１ｓに基づ
いて光検出器１４６の内側の受光部１４６ｂ、１４６ｃからの出力の差動信号１４８ｓを
選択し、２つの情報層のうちのいずれかの層にフォーカシングが行われる。続いて所定の
領域でトラッキング動作が行われ、対象とする情報層にフォーカシングされたか否かが識
別される。対象外の情報層にフォーカシングされている場合には、フォーカスジャンプ回
路１３３が対象とする情報層にフォーカス位置を移動させる。この間、切り替え器１５０
の切り替えは行われない。
【０１４３】
　尚、ここでは、フォーカス方式としてナイフエッジ法を用いた場合を例に挙げて説明し
たが、必ずしもこの方法に限定されるものではなく、例えば非点収差法を用いてもよい。
非点収差法を用いる場合には、図１２のミラー１４４の位置にシリンドリカルレンズを配
置し、光検出器１４６の近傍に、図１５に示すような８分割された受光面を有する光検出
器１５４を配置する。非点収差法を用いる場合には、ナイフエッジ法の場合と同様に、フ
ォーカス引き込み時において、光検出器１４６の周辺部の受光面１５４ａ、１５４ｂ、１
５４ｃ、１５４ｄからの出力が用いられ、フォーカス引き込み動作完了後においては、光
検出器１４６の中央部の受光面１５４ｅ、１５４ｆ、１５４ｇ、１５４ｈからの出力を用
いてフォーカスエラー信号が得られる。
【０１４４】
　以上の構成を採用することにより、複数の情報層に対し、従来と同等のフォーカス引き
込み性能を維持したまま、各層に対して安定なサーボ動作を行うことが可能となる。
【０１４５】
　複数の情報層を備えた記録媒体の品質を左右するものとして、情報ピットあるいはガイ
ド溝の形状のばらつきがあり、記録再生装置の品質を左右するものとして、光ビームの強
度分布の歪、あるいは光検出器等の感度ばらつき等がある。このため、サーボ動作を行う
際に、情報層間の干渉あるいは分離層厚の変動等により、フォーカスエラー信号、あるい
はトラッキングエラー信号に誤差電圧が発生する。
【０１４６】
　フォーカス制御信号又はトラッキング制御信号の誤差を補正するために、層選択系１１
７（図１１）の設定に連動して、フォーカス制御部又はトラッキング制御部に対してオフ
セット調整を行う。例えば、フォーカス制御信号に微小なオフセットを印加することによ
り、各層間で生じるフォーカスずれを補正する。また、トラッキング制御信号にも同様に
微小なオフセットを印加することにより、トラッキングずれを補正する。これにより、各
情報層において最適な集光状態が得られる。
【０１４７】
　図１６に、フォーカス制御部の詳細を示す。図１６に示すように、プリアンプ１２４（
図１２）の出力信号１２４ｓ中のフォーカス制御に関する信号から、フォーカス誤差検出
回路１６０によって、フォーカス誤差信号１６０ｓが得られ、オフセット補償回路１６１
を経て、フォーカス駆動回路１６２により、フォーカス制御信号１２６ｓが得られる。フ
ォーカス制御信号１２６ｓは光ピックアップ部１１３（図１１）に送られ、これによりボ
イスコイル１２５（図１１）が駆動されて、フォーカス制御が行われる。
【０１４８】
　オフセット補償回路１６１は、外部からの信号に応じて複数のオフセットレベルを設定
することができる構成となっている。オフセット補償回路１６１へ入力されるオフセット
を設定するオフセット設定器は、第１の情報層２にフォーカシングした場合のオフセット
を設定するオフセット設定器１６３と、第２の情報層４にフォーカシングした場合のオフ
セットを設定するオフセット設定器１６４とからなる。オフセット選択器１６５は、層選
択系１１７（図１１）の出力１１７ｓに対応して、オフセット設定器１６３又はオフセッ
ト設定器１６４のいずれかのオフセット値を出力する。
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【０１４９】
　一方、フォーカス駆動回路１６２は、オフセット補償回路１６１から出力された信号１
６１ｓを入力し、この信号１６１ｓをゼロとするフォーカス制御信号１２６ｓを出力して
、ボイスコイル１２５を駆動する。このフォーカス駆動を行う際の回路のゲインを設定す
るゲイン設定器は、第１の情報層２の場合のゲインを設定するゲイン設定器１６６と、第
２の情報層４の場合のゲインを設定するゲイン設定器１６７とからなる。ゲイン選択器１
６８は、層選択系１１７の出力１１７ｓに対応して、ゲイン設定器１６６又はゲイン設定
器１６７のいずれかの信号を出力する。以上の構成を採用することにより、２つの情報層
に対して最適なフォーカス状態を設定することが可能となる。
【０１５０】
　トラッキング制御に関しても、情報層間で最適な状態を設定すれば、さらに良好な再生
、あるいは記録再生が可能となる。図１７に、トラッキング制御部の詳細を示す。図１７
に示すように、プリアンプ１２４の出力信号１２４ｓ中のトラッキング制御に関する信号
から、トラッキング誤差検出回路１７０によってトラッキング誤差信号１７０ｓが得られ
、オフセット補償回路１７１を経て、トラッキング駆動回路１７２によりトラッキング制
御信号１２７ｓが得られる。トラッキング制御信号１２７ｓは、極性反転器１２８（図１
１）を経て、光ピックアップ部１１３に送られ、これによりボイスコイル１２５が駆動さ
れて、トラッキング制御が行われる。
【０１５１】
　オフセット補償回路１７１は、外部からの信号に応じて複数のオフセットレベルを設定
することができる構成となっている。オフセット補償回路１７１へ入力されるオフセット
を設定するオフセット設定器は、第１の情報層２にフォーカシングした場合のオフセット
を設定するオフセット設定器１７３と、第２の情報層４にフォーカシングした場合のオフ
セットを設定するオフセット設定器１７４とからなる。オフセット選択器１７５は、層選
択系１１７（図１１）の出力１１７ｓに対応して、オフセット設定器１７３又はオフセッ
ト設定器１７４のいずれかのオフセット値を出力する。
【０１５２】
　一方、トラッキング駆動回路１７２は、オフセット補償回路１７１から出力された信号
１７１ｓを入力し、この信号１７１ｓをゼロとするトラッキング制御信号１２７ｓを出力
して、ボイスコイル１２５を駆動する。このトラッキング駆動を行う際の回路のゲインを
設定するゲイン設定器は、第１の情報層２の場合のゲインを設定するゲイン設定器１７６
と、第２の情報層４の場合のゲインを設定するゲイン設定器１７７とからなる。ゲイン選
択器１７８は、層選択系１１７の出力１１７ｓに対応して、ゲイン設定器１７６又はゲイ
ン設定器１７７のいずれかの信号を出力する。以上の構成を採用することにより、２つの
情報層に対して最適なトラッキング状態を設定することが可能となる。
【０１５３】
　尚、本実施例においては、第１の基板１に形成された情報ピットが光ビームの入射側か
ら見て凸の場合を例に挙げて説明したが、必ずしもこの構成に限定されるものではなく、
光ビームの入射側から見て凹であってもよい。この場合には、第２の基板３の情報ピット
の凹凸の向きを逆とすることにより、本実施例と同様の効果を有する記録媒体が得られる
。
【０１５４】
　以下、情報記録媒体の具体的な構成について説明する。
【０１５５】
　（実施例１）
　図１に示す光学的情報記録媒体の製造方法と、その光学的情報記録媒体の記録再生につ
いて説明する。
【０１５６】
　第１及び第２の基板１、３の材料としてポリカーボネート樹脂を用い、情報ピットから
なる表面を備えた金型を用いて射出成形することによって第１及び第２の基板１、３を作
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製した。第１の基板１は、直径１２０ｍｍ、厚さ１．２ｍｍであり、その表面に最短ピッ
ト長０．８３μｍ、ピット深さ１００ｎｍ、トラックピッチ１．６μｍの情報ピットが形
成されている。ここで、情報ピットは、ＥＦＭコードに基づいて形成されたピット列から
なっている。この第１の基板１上に、スパッタリング法によって１０ｎｍ厚のＡｕを成膜
し、第１の情報層２を形成した。
【０１５７】
　一方、第２の基板３は、第１の基板１と同じ直径及び厚さを有しており、その表面に第
１の基板１と同じ形状の情報ピットが形成されている。但し、接着後に光ビーム７の入射
側から見た渦巻の方向が第１の基板１と第２の基板３で同じとなるように、第２の基板３
の情報ピット面から見た凹凸ピット列の渦巻の方向は第１の基板１と逆にされている。第
２の基板３上に、スパッタリング法によって１００ｎｍ厚のＡｕを成膜し、第２の情報層
４を形成した。尚、第１及び第２の基板１、３の情報ピットは、ピットの存在する側から
見て凹となる形状にされている。
【０１５８】
　図６に示した接着装置の基板支持部７２に第１の基板１を固定し、樹脂塗布ノズル６４
を用いて第１の情報層２上にアクリル系の紫外線硬化性の樹脂材料８０を塗布した。接着
装置の基板支持部６６ａに第２の基板３を装着し、昇降部６３によって上部支持部６１を
スペーサ７９に接するまで下降させた。そして、第２の基板３を上部から５ｋｇの圧力で
加圧しながら、光源（紫外線ランプ）８１によって光を照射することにより、樹脂材料８
０を硬化して第１の情報層２と第２の情報層４との間に厚さｄ５の分離層５を形成した。
【０１５９】
　接着前に各基板の内周部、中周部、外周部の厚さを予め測定し、接着後の厚さとの差を
計算することにより、分離層５の厚さｄ５を求めた。その結果、分離層５の厚さの平均値
は６５μｍであり、各測定点においても±８μｍ以内の精度であった。また、この場合の
波長７８０ｎｍにおける第１の情報層２の反射率は２７．５％、同じく波長７８０ｎｍに
おける第２の情報層４の反射率は９１．６％であった。また、情報層間の偏心量は４０μ
ｍであった。
【０１６０】
　この記録媒体に対し、波長７８０ｎｍの光源と、最適基材厚１．２ｍｍに対応しかつ開
口率（ＮＡ）０．５の対物レンズを備えた光学系とを用いて情報の再生を行った。サーボ
方式としては、フォーカシングにナイフエッジ法を用い、トラッキングにプッシュ・プル
法を用いた。フォーカシングに際しては、図１３に示す４分割された受光面を有する光検
出器１４６を用いて、引き込み時とサーボ動作時で、フォーカスエラー信号を得る光検出
器１４６の受光面を切り換えた。信号再生時の再生光のパワーは１ｍＷである。その結果
、第１及び第２の情報層２、４に対して安定なフォーカス動作が行われると共に、情報層
間でのフォーカスジャンプも安定に行われることが確認された。尚、情報層間ではトラッ
キング信号の極性を切り換えた。この結果得られた再生信号に関しては、第１の情報層２
と第２の情報層４の双方から良好なアイパターンが観測された。また、双方の再生信号に
おいてジッターを測定したところ、検出窓幅に対する標準偏差値は、第１の情報層２で８
．４％、第２の情報層４で８．７％と良好な値を示した。
【０１６１】
　さらに、この記録媒体に対し、温度８０℃、相対湿度８０％の高温高湿度中に１００時
間放置する実験を行った後に、同様の信号評価を行ったところ、形状変化も少なく、かつ
安定な情報再生が可能であると共に、ジッター測定の結果においても変化が無いことが確
認された。
【０１６２】
　以上の結果から、本方式は複数の情報層を備えた記録媒体を作製する方法として有効で
あると言える。
【０１６３】
　（実施例２）
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　次に、さらに高密度に情報を形成することが可能な記録媒体の構成について説明する。
上記実施例１と同様に、第１及び第２の基板１、３の材料としてポリカーボネート樹脂を
用い、情報ピットからなる表面を備えた金型を用いて射出成形することによって第１及び
第２の基板１、３を作製した。第１の基板１は、厚さ０．５８ｍｍであり、その表面に最
短ピット長０．５μｍ、ピット深さ９０ｎｍ、トラックピッチ０．８μｍの情報ピットが
形成されている。この第１の基板１上に、スパッタリング法によって１１ｎｍ厚のＡｕを
成膜し、第１の情報層２を形成した。
【０１６４】
　一方、第２の基板３は、第１の基板１と同じ厚さを有しており、その表面に第１の基板
１と同じ形状の情報ピットが形成されている。但し、接着後に光源側から見た渦巻の方向
が第１の基板１と第２の基板３で同じとなるように、第２の基板３の情報ピットの表面か
ら見た凹凸ピット列の渦巻の方向は第１の基板１と逆にされている。第２の基板３上に、
スパッタリング法によって１００ｎｍ厚のＡｕを成膜し、第２の情報層４を形成した。尚
、第２の情報層４を形成した後の主たる反射面におけるピット形状が第１の基板１と同等
になるように、第２の基板３の表面に形成するピットの最短ピット長を０．６μｍとした
。但し、各ピットのピッチ及びトラックピッチは第１の基板１と同じにした。
【０１６５】
　図６に示した接着装置の基板支持部７２に第１の基板１を固定し、樹脂塗布ノズル６４
を用いて第１の情報層２上にアクリル系の紫外線硬化性の樹脂材料８０を塗布した。接着
装置の基板支持部６６ａに第２の基板３を接着し、昇降部６３によって上部支持部６１を
スペーサ７９に接するまで下降させた。そして、第２の基板３を上部から８ｋｇの圧力で
加圧しながら、光源（紫外線ランプ）８１によって光を照射することにより、樹脂材料８
０を硬化して第１の情報層２と第２の情報層４との間に厚さｄ５の分離層５を形成した。
【０１６６】
　接着前に各基板の内周部、中周部、外周部の厚さを予め測定し、接着後の厚さとの差を
計算することにより、分離層５の厚さｄ５を求めた。その結果、分離層５の厚さの平均値
は５２μｍであり、各測定値においても±５μｍ以内の精度であった。また、この場合の
波長６８０ｎｍにおける第１の情報層２の反射率は２８．２％、同じく波長６８０ｎｍに
おける第２の情報層４の反射率は８９．６％であった。また、情報層間の偏心量は３５μ
ｍであった。
【０１６７】
　この記録媒体に対し、波長６８０ｎｍの光源と、最適基材厚０．６ｍｍに対応しかつ開
口率（ＮＡ）０．６の対物レンズを備えた光学系とを用いて情報の再生を行った。サーボ
方式としては、上記実施例１と同様のものを用いた。その結果、第１及び第２の情報層２
、４に対して、安定なフォーカス動作が行われると共に、情報層間でのフォーカスジャン
プも安定に行われることが確認された。尚、情報層間ではトラッキング信号の極性を切り
換えた。この結果得られた再生信号に関しては、第１の情報層２と第２の情報層４の双方
から良好なアイパターンが観測された。双方の再生信号においてジッターを測定したとこ
ろ、検出窓幅に対する標準偏差値は、第１の情報層２で７．６％、第２の情報層４で８．
０％と良好な値を示した。
【０１６８】
　さらに、この記録媒体に対し、温度８０℃、相対湿度８０％の高温高湿度中に１００時
間放置する実験を行った後に、同様の信号評価を行ったところ、形状変化も少なく、かつ
安定な情報再生が可能であると共に、ジッター測定の結果においても変化が無いことが確
認された。
【０１６９】
　（実施例３）
　図５に示した４つの情報層を備えた記録媒体の実施例について説明する。上記実施例１
と同様に、第１～第４の基板５８、６０、６３、６５の材料としてポリカーボネート樹脂
を用い、情報ピットからなる表面を備えた金型を用いて射出成形することによって第１～
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第４の基板５８、６０、６３、６５を作製した。第１及び第３の基板５８、６３は、厚さ
０．５８ｍｍであり、その表面に最短ピット長０．５μｍ、ピット深さ９０ｎｍ、トラッ
クピッチ０．８μｍの情報ピットが形成されている。この第１及び第３の基板５８、６３
の上に、スパッタリング法によってそれぞれ１１ｎｍ厚のＡｕを成膜し、第１及び第３の
情報層５９、６４を形成した。
【０１７０】
　一方、第２及び第４の基板６０、６５は、接着後の記録媒体全体の厚さを小さくするた
めに、第１及び第３の基板５８、６３よりも薄い０．４ｍｍ厚とされており、その表面に
第１及び第３の基板５８、６３と同じ形状の情報ピットが形成されている。但し、接着後
に光源側から見た渦巻の方向が第１及び第３の基板５８、６３と第２及び第４の基板６０
、６５で同じとなるように、第２及び第４の基板６０、６５の情報ピット列の渦巻の方向
は第１及び第３の基板５８、６３と逆にされている。この第２及び第４の基板６０、６５
上に、スパッタリング法によってそれぞれ厚さ１００ｎｍのＡｕを成膜し、第２及び第４
の情報層６１、６６を形成した。尚、第２及び第４の情報層６１、６６を形成した後の主
たる反射面におけるピット形状が第１及び第３の基板５８、６３と同等になるように、第
２及び第４の基板６０、６５の表面に形成するピットの最短ピット長を０．６μｍとした
。
【０１７１】
　図６に示した接着装置の基板支持部７２に第１の基板５８を固定し、樹脂塗布ノズル６
４を用いて第１の情報層５９上にアクリル系の紫外線硬化性の樹脂材料８０を塗布した。
接着装置の基板支持部６６ａに第２の基板６０を装着し、昇降部６３によって上部支持部
６１をスペーサ７９に接するまで下降させた。そして、第２の基板６０を上部から８ｋｇ
の圧力で加圧しながら、光源（紫外線ランプ）８１によって光を照射することにより、樹
脂材料８０を硬化して第１の情報層５９と第２の情報層６１との間に第１の分離層６２を
形成した。また、接着装置の基板支持部７２に第３の基板６３を固定し、樹脂塗布ノズル
６４を用いて第３の情報層６４上にアクリル系の紫外線硬化性の樹脂材料８０を塗布した
。接着装置の基板支持部６６ａに第４の基板６５を装着し、昇降部６３によって上部支持
部６１をスペーサ７９に接するまで下降させた。そして、第４の基板６５を上部から８ｋ
ｇの圧力で加圧しながら、光源（紫外線ランプ）８１によって光を照射することにより、
樹脂材料８０を硬化して第３の情報層６４と第４の情報層６６との間に第２の分離層６７
を形成した。
【０１７２】
　接着前に各基板の内周部、中周部、外周部の厚さを予め測定し、接着後の厚さとの差を
計算することにより、第１及び第２の分離層６２、６７の厚さを求めた。その結果、第１
及び第２の分離層６２、６７の厚さの平均値はそれぞれ５０μｍ、５３μｍであり、各測
定点においても±７μｍ以内の精度であった。また、この場合、波長６８０ｎｍにおける
第１及び第３の情報層５９、６４の反射率はともに２８．５％、同じく波長６８０ｎｍに
おける第２及び第４の情報層６１、６６の反射率はともに８８．７％であった。また、第
１及び第２の片面２層媒体１０１、１０３のそれぞれの情報層間の偏心量は３０μｍ、２
８μｍと良好な値であった。
【０１７３】
　接着装置の基板支持部７２に第１の片面２層媒体１０１を固定し、樹脂塗布ノズル６４
を用いて第１の片面２層媒体１０１の第２の基板６０上にアクリル系の紫外線硬化性の樹
脂材料１０５を塗布した。接着装置の基板支持部６６ａに第２の片面２層媒体１０３を装
着し、昇降部６３によって上部支持部６１をスペーサ７９に接するまで下降させた。そし
て、第２の片面２層媒体１０３を上部から１０ｋｇの圧力で加圧しながら、光源８１によ
って光ビーム１０６を照射することにより、樹脂材料１０５を硬化して第１の片面２層媒
体１０１と第２の片面２層媒体１０３とを接着層６８を介して接着した。
【０１７４】
　この記録媒体に対し、上記実施例２と同じ光学系とサーボ方式によって情報の再生を行
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った。第１及び第３の基板５８、６３のいずれかの面からの２つの情報層の再生に対して
、安定なフォーカス動作が行われると共に、情報層間でのフォーカスジャンプも安定に行
われることが確認された。得られた再生信号に関しては、いずれの情報層からも良好なア
イパターンが観測された。第１～第４の情報層５９、６１、６４、６６のジッターを測定
したところ、検出窓幅に対する標準偏差値は、それぞれ７．９％、８．３％、７．９％、
８．２％と良好な値を示した。
【０１７５】
　さらに、この記録媒体に対し、温度８０℃、相対湿度８０％の高温高湿度中に１００時
間放置する実験を行った後に、同様の信号評価を行ったところ、形状変化も少なく、かつ
安定な情報再生が可能であると共に、ジッター測定の結果においてもほとんど変化が無い
ことが確認された。
【０１７６】
　（実施例４）
　光学的情報記録媒体として図１８に示す構造の具体的構成と、その記録再生について説
明する。
【０１７７】
　第１の基板３１はポリカーボネート樹脂からなり、その表面には情報信号に対応してＥ
ＦＭ変調に基づいて情報ピットが形成されている。第１の基板３１の厚さｄ１は０．５８
ｍｍ、直径は１２０ｍｍであり、その表面に形成されたピットの最短ピット長は０．４４
μｍ、ピット深さは９０ｎｍ、トラックピッチは０．７４μｍである。この第１の基板３
１の表面上には、スパッタリング法によって厚さ４０ｎｍのＺｎＳ層を成膜することによ
り、第１の情報層３２が形成されている。
【０１７８】
　一方、第２の基板３３はポリカーボネート樹脂からなり、その表面には光ビームのトラ
ッキング用のガイド溝が形成されている。第２の基板３３の厚さは０．５８ｍｍ、直径は
１２０ｍｍであり、その表面に形成されたガイド溝のピッチは１．４８μｍ、溝幅はピッ
チの約半分、深さは７０ｎｍである。第２の基板３３の表面上には、Ａｌからなる反射層
１８０、ＺｎＳ－ＳｉＯ2 誘電体層１８１、Ｇｅ－Ｓｂ－Ｔｅ記録薄膜層１８２、ＺｎＳ
－ＳｉＯ2 誘電体層１８３を順次積層することにより、第２の情報層３４が形成されてい
る。
【０１７９】
　図６に示した接着装置の基板支持部７２に第１の基板３１を固定し、樹脂塗布ノズル６
４を用いて第１の情報層３２上に紫外線硬化性の樹脂材料８０を塗布した。接着装置の基
板支持部６６ａに第２の基板３３を装着し、昇降部６３によって上部支持部６１をスペー
サ７９に接するまで下降させた。そして、第２の基板３３を上部から加圧しながら、光源
（紫外線ランプ）８１によって光を照射することにより、樹脂材料８０を硬化して第１の
情報層３２と第２の情報層３４との間に分離層３５を形成した。分離層３５の厚さの平均
値は４０μｍであり、各測定点においても±８μｍ以内の精度であった。尚、第１の基板
３１の厚さｄ１は、光ビーム７を集光する対物レンズ６の最適基材厚が０．６ｍｍのもの
を用い、この最適点が記録媒体の分離層３５の中心位置となる配置とした。また、この場
合の波長６８０ｎｍにおける第１の情報層３２の反射率は１０％、同じく波長６８０ｎｍ
における第２の情報層３４の反射率は１７％であった。
【０１８０】
　この記録媒体に対し、波長６８０ｎｍの光源と、最適基材厚０．６ｍｍに対応しかつ開
口率（ＮＡ）０．６の対物レンズとを備えた光学系とを用いて、線速度６ｍ／ｓにおいて
記録再生の評価を行った。尚、信号評価時の再生光のパワーは１ｍＷである。その結果、
第１及び第２の情報層３２、３４に対して、安定なフォーカス動作が行われると共に、情
報層間でのフォーカスジャンプも安定に行われることが確認された。トラッキング方式と
して、第１の情報層３２に対してはトラックピッチの狭い情報ピットの再生に適した位相
差法を用い、第２の情報層３４に対してはガイド溝に適したプッシュ・プル法を用いた。
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再生信号に関しては、第１の情報層３２から良好なアイパターンが観測され、各マークの
ジッターを測定したところ、第１の情報層３２においてコード信号の検出窓幅に対するジ
ッターの標準偏差値として、８．４％が得られた。
【０１８１】
　一方、第２の情報層３４上のガイド溝のランド部とグルーブ部の双方に、最短マーク長
０．６μｍのＥＦＭ信号の記録を行った。記録パワー１０ｍＷと消去パワー５ｍＷとの間
で変調した光を照射した結果、双方で良好なアイパターンが観測され、最長マーク１１Ｔ
の振幅は、第１の情報層３２とほぼ同等であった。また、ジッターは、ランド部で９．７
％、グルーブ部で９．５％と良好な値を示した。また、これらの情報信号は、繰り返し書
き換えることも可能であった。尚、これらの特性は、基板の内周部から外周部まで殆ど同
様の特性を示した。
【０１８２】
　さらに、この記録媒体に対し、温度８０℃、相対湿度８０％の高温高湿度中に１００時
間放置する実験を行った後に、同様の信号評価を行ったところ、形状変化も少なく、かつ
安定な情報再生が可能であると共に、ジッター測定の結果においても変化の無いことが確
認された。
【０１８３】
　以上の結果から、本方式は複数の情報層を備えた記録媒体を作製する方法として有効で
あると言える。
【０１８４】
　（実施例５）
　図１９に示す光学的情報記録媒体の具体的構成と、その記録再生について説明する。
【０１８５】
　第１の基板３１はポリカーボネート樹脂からなり、その表面には情報信号に対応してＥ
ＦＭ変調に基づいて情報ピットが形成されている。第１の基板３１の厚さｄ１は０．５８
ｍｍ、直径は１２０ｍｍであり、その表面に形成された情報ピットの最短ピット長は０．
４４μｍ、ピット深さは９０ｎｍ、トラックピッチは０．７４μｍである。この第１の基
板３１の表面上には、スパッタリング法によって厚さ１４０ｎｍのＺｎＳ－ＳｉＯ2 から
なる誘電体層１９４、厚さ３０ｎｍのＳｉＯ2 からなる誘電体層１９５、厚さ１４０ｎｍ
のＺｎＳ－ＳｉＯ2 からなる誘電体層１９６を順次積層し、第１の情報層３２が形成され
ている。
【０１８６】
　一方、第２の基板３３はポリカーボネート樹脂からなり、その表面には光ビームのトラ
ッキング用のガイド溝が形成されている。第２の基板３３の厚さは０．５８ｍｍ、直径は
１２０ｍｍであり、その表面に形成されたガイド溝のピッチは１．１μｍ、深さは５０ｎ
ｍである。第２の基板３３の表面上には、厚さ５０ｎｍのＡｕからなる反射層１９８、厚
さ５０ｎｍのＺｎＳ－ＳｉＯ2 誘電体層１９８、厚さ１０ｎｍのＧｅ－Ｓｂ－Ｔｅ記録薄
膜層１９９、厚さ２０ｎｍのＺｎＳ－ＳｉＯ2 誘電体層２００、厚さ１４ｎｍのＡｕから
なる半透明反射層２０１を順次積層することにより、第２の情報層３４が形成されている
。
【０１８７】
　図６に示した接着装置の基板支持部７２に第１の基板３１を固定し、樹脂塗布ノズル６
４を用いて第１の情報層３２上に紫外線硬化性の樹脂材料８０を塗布した。接着装置の基
板支持部６６ａに第２の基板３３を装着し、昇降部６３によって上部支持部６１をスペー
サ７９に接するまで下降させた。そして、第２の基板３３を上部から加圧しながら、光源
（紫外線ランプ）８１によって光を照射することにより、樹脂材料８０を硬化して第１の
情報層３２と第２の情報層３４との間に分離層３５を形成した。分離層３５の厚さの平均
値は４３μｍであり、各測定点においても±９μｍ以内の精度であった。尚、基板厚さは
ともに、０．５８ｍｍであり、光ビーム７を集光する対物レンズ６の最適基材厚が０．６
ｍｍのものを用い、この最適点が記録媒体の分離層３５の中心位置となる配置とした。ま
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た、この場合の波長６８０ｎｍにおける第１の情報層３２の反射率は１７％、同じく波長
６８０ｎｍにおける第２の情報層３４の反射率は４５％であった。
【０１８８】
　この記録媒体に対し、波長６８０ｎｍの光源と、最適基材厚０．６ｍｍに対応しかつ開
口率（ＮＡ）０．６の対物レンズとを備えた光学系とを用いて、線速度１．３ｍ／ｓにお
いて記録再生の評価を行った。尚、信号評価時の再生光のパワーは１ｍＷである。その結
果、第１及び第２の情報層３２、３４に対して、安定なフォーカス動作が行われると共に
、情報層間でのフォーカスジャンプも安定に行われることが確認された。トラッキング方
式として、第１の情報層３２に対しては位相差法を用い、第２の情報層３４に対してはプ
ッシュ・プル法を用いた。再生信号に関しては、第１の情報層３２から良好なアイパター
ンが観測され、各マークのジッターを測定したところ、第１の情報層３２においてコード
信号の検出窓幅に対するジッターの標準偏差値として、８．１％が得られた。
【０１８９】
　一方、第２の情報層３４上のガイド溝のランド部とグルーブ部の双方に、最短マーク長
０．６μｍのＥＦＭ信号の記録を行った。記録パワー１９ｍＷと消去パワー９ｍＷとの間
で変調した光を照射した結果、良好なアイパターンが観測され、最長マーク１１Ｔの振幅
は、第１の情報層３２とほぼ同等であった。また、ジッターとしては、８．３％が得られ
た。また、これらの情報信号は繰り返し書き換えることも可能であった。尚、これらの特
性は、基板の内周部から外周部まで殆ど同様の特性を示した。
【０１９０】
　さらに、この記録媒体に対し、温度８０℃、相対湿度８０％の高温高湿度中に１００時
間放置する実験を行った後に、同様の信号評価を行ったところ、形状変化も少なく、かつ
安定な情報再生が可能であると共に、ジッター測定の結果においても変化の無いことが確
認された。
【０１９１】
　（実施例６）
　光学的情報記録媒体として図２０に示す構造の具体的構成と、その記録再生について説
明する。
【０１９２】
　第１の基板４１はポリカーボネート樹脂からなり、その表面には光ビームのトラッキン
グ用のガイド溝が形成されている。第１の基板４１の厚さは０．５８ｍｍ、直径は１２０
ｍｍであり、その表面に形成されたガイド溝のピッチは１．４８μｍ、溝幅はトラックピ
ッチの約半分、深さは５０ｎｍである。第１の基板４１の表面上には、厚さ１１０ｎｍの
ＺｎＳ－ＳｉＯ2 誘電体層２０１、厚さ１０ｎｍのＧｅ2 Ｓｂ2 Ｔｅ5 記録薄膜層２０２
、厚さ８０ｎｍのＺｎＳ－ＳｉＯ2 誘電体層２０３を順次積層することにより、書換え可
能な第１の情報層４２が形成されている。
【０１９３】
　一方、第２の基板４３はポリカーボネート樹脂からなり、その表面には光ビームのトラ
ッキング用のガイド溝が形成されている。第２の基板４３の厚さは０．５８ｍｍ、直径は
１２０ｍｍであり、その表面に形成されたガイド溝のピッチは１．４８μｍ、溝幅はトラ
ックピッチの約半分、深さは５０ｎｍである。第２の基板４３の表面上には、厚さ１００
ｎｍのＡｌからなる反射層２０４、厚さ１８ｎｍのＺｎＳ－ＳｉＯ2 誘電体層２０５、厚
さ２５ｎｍのＧｅ2 Ｓｂ2 Ｔｅ5 記録薄膜層２０６、厚さ１１０ｎｍのＺｎＳ－ＳｉＯ2 
誘電体層２０７を順次積層することにより、第２の情報層４４が形成されている。
【０１９４】
　図６に示した接着装置の基板支持部７２に第１の基板４１を固定し、樹脂塗布ノズル６
４を用いて第１の情報層４２上に紫外線硬化性の樹脂材料８０を塗布した。接着装置の基
板支持部６６ａに第２の基板４３を装着し、昇降部６３によって上部支持部６１をスペー
サ７９に接するまで下降させた。そして、第２の基板４３を上部から加圧しながら、光源
（紫外線ランプ）８１によって光を照射することにより、樹脂材料８０を硬化して第１の
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情報層４２と第２の情報層４３との間に分離層４５を形成した。分離層４５の厚さの平均
値は４０μｍであり、各測定点においても±７μｍ以内の精度であった。尚、第１の基板
４１の厚さｄ１は、光ビーム７を集光する対物レンズ６の最適基材厚が０．６ｍｍのもの
を用い、この最適点が記録媒体の分離層４５の中心位置となる配置とした。また、未記録
状態（結晶状態）での第１の情報層４２の反射率は１９％、透過率は４０％、第２の情報
層４４の反射率は１７％であった。
【０１９５】
　この記録媒体に対し、波長６８０ｎｍの光源と、最適基材厚０．６ｍｍに対応しかつ開
口率（ＮＡ）０．６の対物レンズとを備えた光学系を用いて、線速度６ｍ／ｓにおいて記
録再生の評価を行った。尚、信号評価時の再生パワーは１ｍＷである。その結果、第１及
び第２の情報層４２、４４に対して、安定なフォーカス動作が行われると共に、情報層間
でのフォーカスジャンプも安定に行われることが確認された。
【０１９６】
　また、第１の情報層４２上のガイド溝のランド部とグルーブ部の双方に、最短マーク長
０．６μｍのＥＦＭ信号の記録を行った。記録パワー１４ｍＷにおいて双方で良好なアイ
パターンが観測され、最長マーク１１Ｔの振幅は、第１の情報層４２とほぼ同等であった
。また、ジッターは、ランド部で１０．８％、グルーブ部で１１．３％と良好な値を示し
た。
【０１９７】
　一方、第２の情報層４４においても、同様にガイド溝のランド部とグルーブ部の双方に
、最短マーク長０．６μｍのＥＦＭ信号の記録を行った。記録パワー１８ｍＷにおいて双
方で良好なアイパターンが観測された。また、ジッターは、ランド部で１１．７％、グル
ーブ部で１２．１％と、再生の一つの基準である１３％を下回り、情報を再生することが
可能なレベルにあることが確認された。
【０１９８】
　さらに、この記録媒体に対し、温度８０℃、相対湿度８０％の高温高湿度中に１００時
間放置する実験を行った後に、同様の信号評価を行ったところ、形状変化も少なく、かつ
安定な情報再生が可能であると共に、ジッター測定の結果においても変化の無いことが確
認された。
【０１９９】
　以上の結果から、本方式は複数の情報層を備えた記録媒体を作製する方法として有効で
あると言える。
【図面の簡単な説明】
【０２００】
【図１】本発明の２つの情報層を備えた光学的情報記録媒体の構成を示す断面図
【図２】本発明の２つの再生専用型の情報層を備えた光学的情報記録媒体の構成を示す斜
視図
【図３】本発明の再生専用型の情報層と記録再生型の情報層を備えた光学的情報記録媒体
の構成を示す斜視図
【図４】本発明の２つの記録再生型の情報層を備えた光学的情報記録媒体の構成を示す斜
視図
【図５】本発明の４つの情報層を備えた光学的情報記録媒体の構成を示す断面図
【図６】本発明の光学的情報記録媒体の製造装置を示す概略断面図
【図７】本発明の光学的情報記録媒体の製造装置の第１の部分断面図
【図８】本発明の光学的情報記録媒体の製造装置の第２の部分断面図
【図９】本発明の２つの情報層を備えた光学的情報記録媒体の製造工程図
【図１０】本発明の４つの情報層を備えた光学的情報記録媒体の製造工程図
【図１１】本発明の光学的情報記録再生装置の構成を示すブロック図
【図１２】本発明の光学的情報記録再生装置の光ピックアップ部の構成図
【図１３】本発明の光学的情報記録再生装置のフォーカス制御部の構成図
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【図１４】本発明の光学的情報記録媒体の２つの情報層から得られるフォーカスエラー信
号の波形図
【図１５】本発明の光学的情報記録再生装置の光検出器の構成図
【図１６】本発明の光学的情報記録再生装置のフォーカス制御部の構成図
【図１７】本発明の光学的情報記録再生装置のトラッキング制御部の構成図
【図１８】本発明の再生専用型の情報層と記録再生型の情報層を備えた光学的情報記録媒
体の他の例を示す断面図
【図１９】本発明の再生専用型の情報層と記録再生型の情報層を備えた光学的情報記録媒
体のさらに他の例を示す断面図
【図２０】本発明の２つの記録再生型の情報層を備えた光学的情報記録媒体の他の例を示
す断面図
【図２１】従来の光学的情報記録媒体の製造工程図
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